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INTRODUZIONE

Con la presente dispensa inizia una nuova serie di sette fascicoli, opportuna-
mente distribuiti nel Corso, compilati con lo scopo di fornire al tecnico ed all'ap-
passionato di progetti le principali caratteristiche elettriche del maggior numero
possibile di transistori e di altri dispositivi semiconduttori usati correntemente
in radiotecnica,

I transistori usati per commutazione in apparecchiature industriali, che non so-
no utilizzatl per equipaggiamenti di apparecchi radio, faranno parte di una successi-
va dispensa.

Nella classificazione dei transistori si & segﬁito un ordine numerico ed alfabe-
tico, in modo Qa rendere sicura e rapida la ricerca.

Sono stati elencati per primi 1 transistori della serie europea e poi quelli del-
la serie americana,

Per stabilire se un transistore appartiene all'una od all'altra serie ¥ suffi-
ciente Lei ricorra alla tabella di. fig. 1, dove sono riportate, in ordine alfabetico
e numerico, le sigle inizlali del vari tipi di transistori : a lato di ciascuna si-
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gla troverh indicata la serie a cul appartengono i transistorl che hanno quella si-
gla iniziale. ‘

Esiste anche una serie giapponese, che verrd presa in esame in seguito, a parte.
Appartengono alla serie europea i transistori costruiti dalle seguenti Case :

C.F.T.H. - Thomson-Houston ;

C.S.F, - Compagnie Générale de Télégraphie sans fil ;
Edison Swan Ltd, ;

General Electric Company ;

Intermetall ;

Microfarad ;

Mullard ;

Newmarket Transistor Ltd. ;

Philips ;

Siemens ;

Societh Generale Semiconduttori (S.G.S.) ;
Tekade ;

Telefunken ;

Thomson~-Houston,

Fanno parte della serlie americana i transistori realizzatl dalle seguenti Case
costruttrici :

Amperex ;
Bendix ;
CBS = Hytron ;
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General Electric ;
General Transistor ;
Mallory ; :
Motorola ;

Pacific Semiconductors ;
Philco ;

PYE ~ Electronics ;
Raytheon ;

RCA -~ Radio Corp. of America ;
Sylvania ;

“Texas Instruments ;
Transitron ;

Tung~-Sol ;

Western Electric ;
Westinghouse,

I dati caratteristici dei transistori sono stati riportati in tabelle che si tro-
vano al fondo di questa lezione e delle successive, Ogni tabella occupa due pagine

ed & suddivisa in 18 colonne, in testa a ciascuna delle quali & riportata una voce
od un simbolq divcui ora preciseremo il significato.

Colonne 1 e 18 : Sigla

Poiché ogni tabella occupa due pagine, per facilitare la consultazione le sigle
del vari transistori (in ordine alfabetico se si tratta di elementi della serie euro-
pea, numerico se si tratta di componenti della serie americana) sono state riportate
nella prima colonna della prima pagina e nell'ultima colonna della seconda pagina di
ciascuna tabella,
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Colonna 2 : Tipo

I transistorl possono essere dei seguenti tipi :

P-N-P transistore a glunzione, tensione di collettore negativa ;
N-P-N transistore a giunZione, tensione di collettore positiva ;
Cp transistore a contatti puntiformi ;

Ge transistore al germanio ;

Si transistore al silicio,

Colonna 3 : Applicazioni

Ogni transistore ha una condizione di impiego Ven definita ; le varie applica-
zioni possibili sono :

BF transistore per amplificazione a bassa frequenza ;

FI transistore per amplificazione a frequenza intermedia nei ricevitori MA ;

RF transistore per amplificazione a radiofrequenza, usato anche come oscilla-
tore locale e convertitore nei ricevitori MA ;

VHF . transistore per circuiti VHF e per ricevitori MF (stadi RF e F1) ;

VF transistore per uso in amplificatori a larga banda (videofrequenze).

Colonna 4 : Connessioni

I numeri riportati in questa colonna si riferiscono ai vari tipi di connessioni
allo zoccolo rappresentate nelle figure al termine della lezione. Ad esempio, se per
un transistore si trova in questa colonna il numero 3, per conoscere le connessioni
allo zoccolo del transistore stesso occorre riferirsi allo schema numero 3 delle fi~
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guré che si trovano al fondo della dispénsa.

Nelle colonne dalla quinta alla nona sono riportate le caratteristiche elettri-
che, valori massimi, del vari transistori ; esaminiamole una per una.
Colonna 5 : Vcg

Indica la massima tensione ammissibile tra collettore ed emettitore, in V.
Colonna 6 : Ig

Indica la massima corrente di collettore, espressa in mA (salvo indicazione con-
traria). '

Colonna 7 : Pg¢

Indica la massima dissipazione ammissibile alla temperatura ambiente T,p;, = 35 °C;
& espressa in mW (salvo indicazione contraria),

Colonna 8 : Ty

~Indica la massima temperatura ammissibile della gilunzione, espressa in gradi cen-
tigradi Celsius (°C).

Colonna 9 : K

Indica la resistenza termica fra giunzione di collettore ed involucro, ed espri-
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me di quanti °C aumenta la temperatura della giunzione peér ogni mW di potenza dissi-

pata in calore sul collettore ; & espressa in °C/mW (salvo indicazione contraria).

I valori di Po , Ty , Tymp € K sono legati dalla formula

P = 14 = Tamb .
c= =

dove Typp & la temperatura dell’ambiente in cui si trova il transistore, Quanto pid
.alta ® Top;, , tanto minore deve essere Pg affinché la temperatura della giunzione

non superi il valore massimo ammesso Ty .

Se la temperatura ambiente ¥ diversa da 35 °C, il valore P; ammesso pud essere
calcolato con la formula vista,

Ad esemplo, per il transistore 0C72 si trova :
Pc = 100 m¥ ; Ty = 75 °C ; K = 0,4 °C/mW,

Se 11 transistore lavora in ambiente a 55 °C anziché a 35 °C, P si riduce a :

Come & noto, la potenza realmente dissipata in calore sul collettore & data dal
prodotto della tensione continua Vg misurata tra collettore ed emettitore e la- cor~
rente continua I misurata sul collegamento del collettore (o dell' emettltore) nelle
normali cond1z1on1 di funzionamento del transistore.
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I1 valore ottenuto dal prodotto Vg x Ic non deve mai superare 11 valore Pc indi-
cato nella colomna 7, se la temperatura ambiente non supera i 35 °Cc (oppure il valo~
re Pg relativo al massimo valore che si prevede possa essere raggiunto dalla tempera-
tura ambiente, nelle normali condizioni di funzionamento),

Nelle colonne dalla decima alla sedicesima sono riportati i dati caratteristici,
che ora esamineremo singolarmente.
Colonnga 10 : B

E' il coefficiente di amplificazione di corrente per la comnessione ad emettito-
re comune, '

I1 valore di B riportato ® misurato.per la tensione di collettore Vi e la cor-
rente di collettore I , indicate nelle colonne 11 e 12, alla temperatura di 25 °cC,

Nel caso interessi il coefficiente ¢ di amplificazione di corrente per la con-
nessione a base comune, si pud facilmente calcolarlo con la formula

dove B & 11 valore dato nella colomna 10,
Esemplo

Supponiamo di voler determinare il coefficiente ¢ del transistore 0OC70. Nella
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colonna 10 si trova, per tale transistore, un valore di B = 30 ; applicando la formu-
la, si otterrd : .

Se un transistore ¥ costruito per funzionare quasi esclusivamente in circuito
con connessione a base comune, nella colonna 10 non ¥ riportato 1l valore di B, e si
trova invece il valore di ¢ nella colonna 17,

Colonna 11 : Vg

Indica la tensione di collettore, espressa in V,
Colonna 12 : Ig

Indica la corrente di collettore, espressa in mA (salvo indicazione contraria).
Colonna 13 : Iego

E' la corrente residua di collettore per la connessione ad emettitore comune,
cioé la corrente di collettore che si ha quando la corrente di comando di base ® nul-

la.

Se un transistore & costruito per il funzionamento con connessione a base comu-
ne, il valore di Igpp non & dato, e si trova invece 11 valore di Icpp nella colonna 17,

Icpo 2 la corrente residua di collettore per la connessione a base comune, cioé
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la corrente di collettore che si ha quando la corrente di comando di emettitore ¥
nulla, ’

Iego © Icpp Bono espresse in pA (salvo indicazione contraria).
Colonna 14 : £,

E' la frequenza di taglio propria del transistore (cioé la frequenza per cui
1'amplificazione si riduce al 70,7 % rispetto al valore che si ha alla frequenza di
1,000 Hz) relativa alla connessione a base comune,

Nel caso interessi il vaiore fg per la connessione ad emettitore comune, si pud
facilmente calcolarlo con la formula :

i
=T

11 valore fg & la frequenza di taglio propria del transistore (cioé 1la frequen-
za per cul l'amplificazione si riduce al 70,7 % rispetto al valore che si ha alla
frequenza di 1,000 Hz) relativa alla connessione ad emettitore comune.

Colonna 15 : G
E' 11 guadagno di potenza teorico con connessione ad emettitore comune,
I valoril riportati nella colonna. 15 sono espressi in dB (decibel) ; per avere

11 guadagno in rapporto di potenze (cioé per sapere quante volte la potenza in usci-
ta & superiore di que}la in entrata) occorre riferirsi alla tabella di fig. 2.
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Esemplo

Per i1 transistore 0C45 nella colonna 15 ¥ indicato un guadagno di 30 dB. Consul-
tando la tabella di fig. 2 si trova, in corrispondenza, un rapporto di potenza pari
a 1,000, il che significa che la potenza in uscita ¥ mille volte superiore a quella
in entrata,

Colonna 16 : Py

E' la potenza massima di uscita di uno stadio finale per un solo transistore in
classe A.

Se due transistorl possono essere collegati in controfase in classe AB o B, ol=-
tre all'indicazione, nella colonna 16, del valore di Py per uno solo di essl 1n clas~
se A, nella colonna 17 ¥ indicato il nuovo valore di Py , in m¥W (salvo indicazione
contraria), ma preceduto dalle sigle CF-AB (controfase, classe AB) o CF-B (controfa-
se, classe B),

‘Colonna 17 : NOTE

Tale colonna & riservata, come gid visto,Aper riportare particolari valori che
non possono essere raccolti nelle altre colomnne.

Passiamo ora all'elenco dei transistori della serie europea dal tipo AC 105 al
tipo MFT 107, ' h
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SIGLA INIZIALE SERIE SIGLA INIZIALE SERIE
AC Europea TF Europea
AF Europea THP Europea
BCZ Europea TJIN Europea
CK Americana TJP Europea
64} Americana TS Anmericana
‘CTP Europea v Europea
ES Europea XA Europea
GET Europea XB Europea
GFT Europea XC Europea
H Americana XT Americana
MA Americana Y Europea
MFT Europea ZJ | Americana
ocC Europea 2G Europea
oD Europea 2N Americana
SA- Americana 28 Americana
SB Americana 3N Americana
SFT Europea 4J Americana
ST Americana numero di 3 cifre Americana
T Anmericana 2 0 3 cifre + T1 Europea

L

TABELLA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SERIE DI APPARTENENZA DEI TRANSISTORI

Fig. 1
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RAPPme RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO RAPPORTO
di dB di dB di dB i || aB di
POTENZE POTENZE POTENZE POTENZE | POTENZE
1,00 10 | 10 20 100 30 1,000 40 10.000
1,26 11 12,60 21 126 31 1,260 41 12,600
1,59 || 12 15,90 22 159 32 1.590 42 15,900
2,00 13 20,00 23 200 33 2,000 43 | 20.000
2,51 14 25,10 24 251 34 2.510 44 | 25,100
3,16 15 31,60 25 316 35 3.160 45 | 31.600
3,98 16 39,80 26 398 36 3,980 | 46| 39.800
5,01 17 50, 10 27 501 37 | - 5.010 47 | 50.100
6,31 18 63,10 28 631 38 6.310 48 63.106
7,94 19 75,4'0 29 794 39 7.940 49 | 79.400

Fig. 2
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI TRANSISTORI DELLA SERIE EUROPEA
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VALORI MASSIMI

SIGLA TIPO Azl;g:rgé g;gg?-s- Ver Ic Pc Ty K
V) | (mA) | (mw) | (°C) | (°C/mW)
AC 105 P-N-P (Ge) VHF - (FI1) 1 15 10 24 75 1,65
AF 105 P-N-P (Ge) VHF (FI) 1 15 10 24 75 1,65
BCZ 10 P-N-P (S1) BF 1 25 50 230 150 0,5
BCZ 11 P-N-P (S1) BF 1 25 50 230 150 0,5
CTP 1104 | P-N-P (Ge) BF 2 25 3A] 10W 85 5 °C/wW
CTP 1108 | P-N-P (Ge) BF 2 12 3A] 1OVW 85 5 °C/W
CTP 1109 | P-N-P (Ge) BF 2 12 4 A 10V 85 5 °Cc/W
CTP 1111 | P-N-P (Ge) BF 2 50 3A| oW 85 5 °cAW
ES 3110 P-N-P (Ge) BF 3 15 10 28 85 1,8
ES 3111 P-N~P (Ge) BF 3 15 10 28 85 1,8
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DATI CARATTERISTICI

ol S o | B oo | @ | @ o e
- - - - 55 - - | Ac 105
- 6 0,5 - - - - Igpo = 3| AF 105
20 6 T 2 1 - - BCZ 10
35 8 1 2 3 - - BCZ 11
20 14 500 - 0,4 23 - CTP 1104
20 7 500 ‘- 0,4 20 - CTP 1108
0 | =~ - - 0,4 - - “CrP 1108
20 - -] - 0,4 - - CTP 1111
12 - - - 0,6 - - ES 3110
20 - - - 0,6 - - “ES 3111
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. VALORI MASSIMI

I = - AV A R I
& | @d | @ | o | comm
ES 3112 | P-N-P (Ge) BF 3 15 10 28 85 1,8
ES 3113 | P~N-P (Ge) BF 3 15 10 28 85 1,8
ES 3114 | P-N-P (Ge) BF 3 15 10 28 85 ' 1,8
ES 3115 | P~-N-P (Ge) BF 3 15 10 28 85 1,8
ES 3116 | P-N-P (Ge) BF 3 15 10 28 85 1,8
GET 3 P-N-P (Ge) BF 4 15 250 85 85 . 0,6
GET 4 P-N~P (Ge) | FI-BF 4 30 70 42 85 S 1,2
GET 5 P-N-P (Ge) FI-BF 4 30 350 165 85 0,3
GET 6 P-N~P (Ge) BF 4 15 250 85 85 0,6
GET 15. | P-N-P (Ge) BF 4 15 350 | 330 | 85 0,15
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DATI CARATTERISTICI
NOTE SIGLA
B Ve I¢ IcEo £y G Py
W) (mA) (na) (MHZ) (dB) (mW)
27 - - - 0,6 - - ES 3112
40 - - - 0,6 - - ES 3113
65 - - - 0,6 - - ES 3114
82 - - - 0,6 - - ES 3115
125 - - - 0,6 - - ES 3116
50 6 1 - 1 - - GET 3
50 12 1 - 1,5 40 - GET 4
40 12 33 240 1,3 - 100 GET 5
50 6 1 - 1 33 - GET 6
70 6 1 - 0,95 - 1w GET 15
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VALORI MASSIMI

can | mro | A cowes T T T T

(V) | (mA) | .(mW) °C) (°c/mwW)
GET 102 | P-N-P (Ge) BF 5 30 [ 1A 250 85 0,2
GET 103 | P-N-P (Ge) BF 5 20| 250 250 85 0,2
GET 104 | P-N-P (Ge) BF 5 30 | 250 | 150 65 0,2
GET 105 | P-N-P (Ge) BF 3 40 | 350 330 65 0,09
GET 106 | P-N-P (Ge) BF 5 15 | 250 250 80 0,18
GET' 113 | P-N-P (Ge) BF 5 15 | 1A 250 85 0,2
GET 114 P-N-P (Ge) BF 5 15 | 250 150 65 0,2
GET 115 | P-N-P (Ge) BF 3 15 | 350 330 65 0,09
GET 116 | P-N-P (Ge) BF 3 20 | 350 440 85 0,09
GET 571 | P-N-P (Ge) BF s 16 | 124 | 20w | 90 |2,5°mH
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DATI CARATTERISTICI

. ve I Yemo ¢ . Py NOTE SIGLA
(4] (mA) (1) (MHz) (aB)- (mW)
80 2 0,5 400 1,5 41 80 CF-B 800 GET 102
45 2 0,5 270 1 28 60 CF-B 600 GET 103
45 2 0,5 270 1 29 60 CF-B 600 GET 104
60 4 50 540 0,9 23 225 CF-B 2,5 W | GET 105
45 2 0,5 270 1 28 - GET 106
g | 2 0,5 400 1,5 36 80 CF-B 800 GET 113
45 | 2 0,5 270 1 25 60 CF-B 600 GET 114
60 4 50 540 0,9 21 225 CF-B 1 W GET 115
60 | 4 50 540 | 0,95 23 225 | cr-B2,5W | GEr 116
30 | 1,5 | 64 3 mA 0,25 - 4w CF-B 30 W GET 571
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VALORI MASSIMI
. V) (mA) (m¥W) (°c) (°Cc/mw)

GET 572 | P-N-P (Ge) BF 6 32 |12A] 20w | 90 2,5 °C/W
GET 573 | P-N-P (Ge) BF 6 64 | 12 A| 20w | 90 2,5 °C/W
GET 873 | P-N-P (Ge) FI . 5 0] 10 50 70 0,7
GET 874 | P-N-P (Ge) RF 5 10| 10 50 70 0,7
GFT 20 | P-N-P (Ge) BF | 7 20| 20 | 65 75 0,6
GFT 21 | P-N-P (Ge) BF 7 20 | 20 65 75 0,6
GFT 25 | P-N-P (Ge) BF 7 20 | 20 65 75 0,6
GFT 31 | P-N-P (Ge) BF 8 30 | 400 | 200 75 0,2
GFT 32 | P-N-P (Ge) BF 8 30 | 125 | 200 75 0,2
GFT 34 | P-N-P (Ge) BF 8 30 | 400 | 200 75 0,2

o ; \
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DATI CARATTERISTICI

NOTE

SIGLA
S P oy | @ | b
30 1,5 6 A 3 mA 4 - 4 CF-B 30 W GET 572
30 1,5 6 A 3 mA 0,25 - 4 CF-B 30 W GET 573
35 6 1 18 5 35 - ) GET 873
40 6 1 20 10 20 - | GET 874
30 - - - 0,6 - - GFT 20
" 90 - - - 1,3 - - GFI‘ 21
55 - - - 0,9 - - GFT 25
30 - - - 0,6 - - GFT 31
50 6 10 - 0,6 - - Icpg = 5 GFT 32
75 - - - 0;6 - - GFT 34
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VALORI MASSIMI

T R L 1 I I I I

v) (mA) (mW) (°c) | (°c/mw)

GFT 43 P-N-P (Ge) RF 7. 15 10 34 75 1,2
GFT 44 P-N-P (Ge) RF 7 15 20 30 65 1
GFT 45 P-N~P (Ge) | ° RF 7 15 20 30 65 1
GFT 2006/30 | P-N-P (Ge) BF 9 30 2A | 8w | 75 |5 °cmw
GFT 2006/60 | P-N-P (Ge) BF 9 40 2A | 8w | 75 |5 °cmw
GFT 2006/90 | P-N-P (Ge) BF 9 60 2A | 8W | 75 |5 °kkc/w
GFT 3008 P-N-P (Ge) BF 10 30 3A | low] 75 |4 °c/w
GFT 4012 P-N-P (Ge) BF 10 30 4A | 18W| 75 |2,5 °C/W
MFT 106 P-N-P (Ge) FI 11 18 100 125 | 85 0,4
MFT 107 P-N-P (Ge) | = FI 11 18 100 | 125 | 85 0,4
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DATI CARATTERISTICI

6 Ve Io Iego fy G Py NOTE SIGLA
W) (mA) (1) (MHz) (dB) (mW)

70 - - - 40 | - - GFT 43

100 8 0,5 300 10 32 | - GFT 44

40 6 0,5 200 6 32 - GFT 45

35 6 - | 500. - 0,4 - - GFT 2006/30

35 6 500 - 0,4 - - GFT 2006/60

35 6 500 - 0,4 - - GFT 2006/90

50 2 250 - 0,25 - - GFT 3008

50 2 | 250 - J,20 - - GFT 4012

28 6 1 36 3 38 - MFT 106

30 6 | 1 - 6 49 - MFT 107
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CONNESSIONI
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CONNESSIONI
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In questa dispensa sono riportate le caratteristiche/elettriche dei transisto-
ri per radioapparati, di costruziome europea, dal tipo MFT 108 al tipo OC 6015,

Fa parte di questa raccolta di dati la vasta categoria dei transistori la cui
sigla inizia con le lettere OC, adottata da numerose case costruttrici quali Philips,
Mullard, Intermetall, Telefunken, ‘

Per il significato dei simboli e delle voci che si trovano in teéta a ciascuna
colonna delle tabelle, dovrd consultare la la dispensa dei Dati Transistori.

Per quanto riguarda le connessioni allo zoccolo dei transistori della presente
raccolta, troverd nelle due ultime pagine 'di questa dispensa gli schemi relativi,
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VALORI ‘MASSIMI
S1aLA TIFO Alzailc;rlx(l:é 2(1)23? Veg ic Pc Tg K
w) (mA) (mwW) (°C) | (°c/mwW)
MFT 108 | P-N-P (Ge) ° RF 1 18 100 125 85 0,4
MFT 121 | P-N-P (Ges BF 1 24 250 165 85 ‘ 0,3
MFT 122 | P-N-P (Ge) BF 1 24 250 ' 165 85 0,3
MFT 123 | P-N-P (Ge) BF 1 24 250 165 85 0,3
MFT 151 | P-N-P (Ge) BF 1 ‘ 24 | 150 165 85 0,3
MFT 152 | P-N~-P (Ge) BF 1 24 150 165 85 0,3
MFT 153 | P-N-P (Ge) BF 1 24 150 165 85 0,3
oC 16 P-N-P (Ge) BF 2 30 34 9w 75 l4,5 °cw
oC 16G P-N-P (Ge) BF T2 30 2 A 9 W 75 |[4,5 °C/W
ocC 26 P-N-P (Ge) BF 3 32 3,5 A |12,5 W 90 -
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DATI CARATTERISTICI
. Ve e o | . Py NOTE SIGLA
() (mA) (pa) (Miiz) (dB) (mw)
70 6 1 140 1,3 40 - MFT 108
32 6 1 150 1,2 - - CF-B 500 | MFT 121
50 6 1 250 1,5 4 - CF-B 500 | MFT 122
85 6 1. 425 2,5 - - CF-B 500 | MFT 123
o 6 1 150 1,2 - - | MFT 151
50 6 1 250 1,6 | - - MFT 152
80 6 1 400 2,4 - - MFT 153
40 14 30 600 0,2 - 2,5W |CF-B 9 W | oC 16
40 14 0 | 600 0,2 - 2,5 W oc 166G
42 14 30 4,2 wA 0,2 - 4w . oc 26
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VALORI MASSIMI
STCLA TIPO APPLICA | CONNES
ZIONI SIONI VeE Ic Pc Ty K
4] (mA) (mw) o | (°c/mw)
oc 27 | P-N~P (Ge) BF 3 32 3,5 A [12,5 W 90 -
oC 30 P-N-P (Ge) BF 3 32 1,4 A 2,8 W 75 -
oC 44 P-N-P (Ge) RF 4 13 10| 85 | 75 0,6
ocC 45 P-N-P (Ge) FI 4 . 13 5 65 | 175 0,6
oc 57 P-N-P (Ge) BF 5 7 10 10 55 2
oc 58 | P-N~P (Ge) BF 5 7 10 10] 55 2
oc 59 P-N-P (Ge) BF 5 7 I 10 10’ . 55 2
oC 60 P-N-P (Ge) BF 5 T 10 10 55 2
oC 65 P-N-P (Ge) BF ’ 6 10 10 | 35 65 0,85
oC 66 P-N-P (Ge) BF 6 ’ 10 10 35 65 0,85
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DATI CARATTERISTICI

'6 Ve I Icﬁo £ G Py NOTE SIGLA
) (mA) (pa) (MHz) (dB) (mW)
85 14 30 |8,5ma]| 0,35 - 4w oc 27
32 14 10 300 0,3 - 1W |CF-B 4 W | OC 30
100 6 1 25 15 28 - 0C 44
50 6 1 12 6 30 - oC 45
35 0,5 0,25 100 0,35 - - oc 57
55 0,5 0,25 100 0,55 - - oC 58
80 0,5 0,25 100 0,8 - - oc 59
65 2 1 120 - - - oC 60
30 2 0,5 110 0,45 - - oC 65
47 2 3 0,5 - - 0C 66

150
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: VALORI MASSIMI

N I Bl o I R IO I R

) (mA) (mW) °c) (°C/mwW)
OoC 70 ‘P—N-P (Ge) BF 4 30 50 100 75 0,4
oCc 71 P-N-P k (Ge) BF 4 30 50 100 75 ' 0,4
oCc 72 P-N-P (Ge) BF 4 ) 32 125 100 75 0,4
oC 73 P-N-P (Ge) BF 4 32 10 100 75 0,4
ocC 74 P=N-P (Ge) BF 4 20 300 180 75 0,22
oC 75 P-N-P (Ge)- BF : 4 30 . b0 100 75 ' 0,4
oC 79 P-N-P (Ge) BF 4 26 300 180 75 0,22
oC 83 P-N-P (Ge) BF 4 20 . 500 200 85 0,25
oC 84 ' P-N~P (Ge) BF ’ ) 4 32 500 200 | , 85 0,25
ocC 169 P-N-P (Ge) VHF 7 20 . 10 ' 40 75 1




Dati Transistori 2° TR"

DATI CARATTERISTICI
. v(; I Lero . G Py NOTE SIGLA
v (mA) (HA) | (MHZ) (dB) (W)
30 2 0,5 110 0,45 50,4 - oc 70
a7 2 3 | 150 0,45 - - oc 71
70 5,4 - 125 0,9 - - |cr<B 390 | oc 72
45 10 - 0,5 100 0,5 - - oc 73
65 V 9 - 650 1,5 i - 120 [cF-B1,26 W| oOC 74
90 2 3 350 0,7 i - - oc 75 °
42 12 - 420 1,2 - - oc 79
90 - - - - - - OC 83
20 - - - - 1 - - oc 84
100 6 1 150 70 - - : oC 169




Dati Transistori 2° TR

VALORI MASSIMI

siea | omeo | R N | ves | e | re | o1y ,
W) (mA) (mW) o (ec/mi)
ocC 170 | P-N-P (Ge) VHF 7 20 10 | - 80 75 0,5
oc 171 | P-N-P (Ge) VHF 7 20 5 80 75 0,5
0C 200 | P-N-P (S1) BF 4 25 50 | 230 150 0,5
oC 201 | P-N-P (Si) BF 4 25 50 230 150 0,5
oc 202 | P-N-P (S;I.) BF 4 15 50 230 150 0,5
oc 204 | P-N-P (Si) BF, 4 24 250 280 150 0,4
oc 206 | P-N-P (S1) BF 4 32 250 280 150 0,4
oc 303 | P-N-P (Ge) BF 8 15 50 90 75 0,45
0C 304/1 | P-N-P (Ge) BF 8 15 50 90 75 0,45
oC 304/2 | P-N-P (Ge) BF 8 15 50 90 75 0,45




Dati Transistori 2° TR

DATI CARATTERISTICI
6 Ve Ig Icgo £y G P, ~ NOTE SIGLA
) (mA) (na) (MHz) (dB) (mW)

80 6 1 160 70 25 - oc 170
100 6 1 200 70 - - oc 171
20 - - - 1 - - 0C 200
30 - - - 4 - - oC 201
70 - - - 4 - - oc 202
24 - - - 1 - - oC 204
40 - - - 2 - - oC 206
124 5 1 240 0,75 40 - oC 303
40 5 1 400 0,9 42 - 0oC 304/1
65 5 1 650 0,9 - - 0OC 304/2




10 Dati Transistori 2° TR
VALORI MASSIMI
s | mm |WEa| comms [T T T T
W) (mA) (mW) o (°c/mw)
0C 304/3 | P-N-P (Ge) BF 8 15 50 90 75 0,45
’0(;1 305/1| P-N-P (Ge) BF 8 8 50 90 75 0,45
OC 305/2 | P-N-P (Ge) BF 8 8 50 90 75 0,45
OC 306/1} P-N-P (Ge) BF 8 15 50 90 75 0,’45
OC 306/2 | P-N-P (Ge) BF 8 15 50 90 75 0,45
OC 306/3 | P-N-P (Ge) BF 8 15 50 90 75 0,45
ocC 308 P-N-P (Ge) BF 8 32 250 130 75 0,3
oC 318 P-N-P (Ge) BF 8 20 . 300 450 75 0,09
oC 330 P-N-P (Ge) BF 9 15 35 60 75 0,65
0C- 331 P-N-P (Ge) BF 10 ) 7 30 40 75 1




Dati Transistori 2° TR . 11
DATI CARATTERISTICI
. Ve I Tero t, G Py NOTE SIGLA
W) (mA) (1a) (MHz) (dB) (m¥)

100 5 1 1 mA 0,9 - - 0C 304/3
160 5 1 1,6 mA 2 43 - }bc 305/1
200 5 /1 2 mA 2 - - 0oC 305/2
40 5 1 400 0,9 - - oC 306/1
65 5 1 650 0,9 - - , 0C 306/2
100 5 1 1 mA 0,9 - - oc 306/3
60 5 1 600 0,7 - - CF-B 400 | OC 308
66 5 1 660 - - - oc 318
24 5 1 240 0,8 40 - oC 330
27 - - 40 1,2 - - oc 331
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Dati Transistori 2° TR

VALORI MASSIMI

o | | Ao | coms [T T T T
) (mA) (m¥) , (&)} (°c/mw)
OC 340 P-N-P (Ge) BF 9 15 35 60 75 0,65
0oC 341 P-N-P (Ge) BF 10 7 30 40 75 1
OoC 342 P-N-P (Ge)‘ BF 10 7 30 40 - 75 1
0C 343 P-N-P (Ge) BF 10 7 30 40 75 1
0oC 350 P-N~P (Ge) VBF 9 8 35 60 75 0,65
0C 351 P-N~-P (Ge) BF ;0 T 30 40 75 1
OC 360 P-N-P (Ge) BF 9 15 35 60 75 0,65
OoC 361 P-N-P (Ge) BF 10 7 30 40 75 1
OC 362 P-N-P (Ge) BF 10 7 30 40 75 1
OC 363 P‘-N—P (Ge) BF 10 T 30 40 75 1




Dati Transistori 2° TR

DATI CARATTERISTICI

, v I Temo £ G Py NOTE SIGLA

) mA) | (pA) (MHz) | (dB) (mi¥) .
70 5 1 700 1,1 42 - 0C 340
40 - - 60 1,2 - - oC 341
65 - - 95 1,2 - - oc 342
100 - - 150 1,2 - - 0C 343
150 5 1 1,5 mA 2 43 - oC 350
120 - - 180 2 - - oc 351
20 5 1 200 0,8 41 - 0C 360
40 - - 60 1,2 - - oc 361
65 A - 95 1,2 - - oc 362
100 - - 150 1,2 - - oC 363




14 Dati Transistori 2° TR

VALORI MASSIMI '
s | wmo | ApEior ) cwms [T T T T T
W - (mA) (m¥) (°cc (°c/mw)

oc 380 P-N-P (Ge) FI 8 .6 40 85 75 0,47
0C 400 | P-N-P (Ge) RF 8 6 40 85 75 0,47
oC 410 | P-N-P (Ge) RF 8 6 40 85 75 0,47
0C 430 | P-N-P (S1) BF 8 10 50 360 150 0,32
OC 430K |P-N~-P (S1) BF 8 10 50 415 150 0,28
0C 440 |P-N-P (S1) BF 8 30 50 360 150 0,32
OC 440K |P-N-P (Si) Bf' 8 30 50 415 150 0,28
0C- 445 P-N~P (S1) BF 8 50 50 360 150 0,32
oC 445k |P-N-P (S1)| = BF 8 50 50 415 150 0,281
0C 450 | P-N-P (81). BF 8 75 50 360 150 | 0,32




Dati Transistori 2° TR

DATI CARATTERISTICI

6 Ve I Iogo fy G Py NOTE SIGLA
W) (mA) (ua) (MHz) (dB) (mW)
40 5 1 400 4,5 - - oC 380
75 5 1 750 7 - - 0OC 400
110 5 1 1 mA~ 12 - - oC 410
15 5 1 10 - - - OC 430
15 5 1 10 - - - OC 430K
15 5 1 10 - - - 0C 440
15 5 1 10 - - - OC 440K
15 5 1 10 - - - OC 445
15 5 I © 10 - - - OC 445K
20 5 1 10 - - - 0oC 450
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Dati Transistori 2° TR

VALORI MASSIMI

W) (mA) (mW) cc (°C/mW)
OC 450K | P~N-P (Si) BF -8 75 50 415 150 0,28
OC 460 |P-N-P (Si) BF 8 10 50 360 150 0,32
OC 460K |P-N-P (S1) BF 8 10 50 415 150 0,28
0C 463 | P-N-P (S1) RF 8 10 50 360 150 0,32
OC 463K | P-N-P (S1) RF 8 10 50 415 150 0,28
OC 465 | P-N-P (Si) BF 8 20 50 360 150 0,32
OC 465K | P=N-P (Si) BF 8 20 50 415 150 0,28
OC 466 | P-N-P (S1) BF 8 10 50 360 150 0,32
OC 466K |P-N-P (Si) BF 8 10 50 415 150 0,28
OC 468 | P-N-P (S1) BF 8 10 50 360, 150 0,32




Dati Transistori. 2° TR

17

DATI CARATTERISTICI

. Ve Io Tego % o Py NOTE SIGLA
) (mA) (1A) (MHz) (dB) (mW)
20 5 1 10 - - - 0OC 450K
30 - 5 1 15 - - - 0C 460
30 5 1 15 - - - 0oC 460K
30 5 1 15 5. - - oc 463
30 5 1 15 5 - - 0C 463K
30 5 1 15 - - - oC 465
30 5 1 15 - - - 0C 465K
30 5 1 15 - - - 0C 466
30 5 1 15 - - - OC 466K
40 5 1 20 - - - 0oC 468




18 Dati Trans;stori 2° TR.
VALORI MASSIMI
stota | o | ATER | OONT | ves | 1o | ke |, x
(v (mA) (mW) o) (°c/mw)
oc 4eéx P~N-P (51) BF 8 10 50 415 150 0,28
OC 469 | P-N-P (1) BF 8 20 50 360 150 0,32
0C 469K | P-N-P (sD BF 8 20 50 415 150 0,28
0C 470 | P-N-P (S1i) BF 8 30 50 360 150 0,32
0C 470K | P-N-P (S1) BF 8 30 50 415 150 0,28
oC 480 | P-N-P (S1) BF 8 125 50 -360 150 0,32
OC 480K| P-N-P (S1) BF 8- 125 50 15 | 1s0 0,28"
0C 602 | P-N-P (Ge) BF 4. 20 50 65 75 0,6
0C. 603 P-N-P (Ge) BF 4 20 50 65- 75 0,6
0C 604 | P-N-P (Ge) BF . 4 30 50 65 75 0,6




Dati Transistori 2° TR

DATI CARATTERISTICI

44

6 Vo Ic IcEo £y ‘G Py NOTE SIGLA
) (mA) (1A) (MHz) (aB) (mW)
40 5 1 20 - - - OC 468K
10 5 1 10 - - - OC 469
10 5 1 10 - - - OC 469K
30 5 1 15 - - - oC 470
30 5 1 15 - - - 0OC 470K
20 5 1 10 - - - OC 480
20 5 1 10 - - - OC 480K
40 1 2 150 1 40 - ocC 602
50 1 2 250 1,1 43 - 0OC 603
65 1 2 350 1,2 - 0oC 604




20 Dati Transistori 2° TR

8

. VALORI MASSIMI
s16LA o | IO | Ston | ves | e | Pe | T K
' ‘ ) (mA) (mwW) o (°c/mw)

0C 604spec.| P-N-P (Ge) BF 4 30 500 230 75 0,17
oc 612 - P-N-P (Ge)| ~FI 4 15 15 40 75 1
oc 613 - | P-N-P (Ge) RF 4 15 15 40 75 1
oC 614 P-N-P (Ge) RF 4 is 10 40 75 1
oc 615 P-N-P (Ge) VHF 4 15 10 40 75 1
oC 622 P-N-P (Ge) BF 11 15 - 40 75 1
oC 623 P-N-P (Ge) BF 11 15 - 40 75 1
oC 624 P-N-P (Gé) BF 11 15 - 40 75 1
0C 6014 | P~N-P (Ge) RF 4 15 10 40 75 1
0C 6015 P-N-P (Ge) VHF 4 15 10 40 75 1




Dati Transiétoril_2° TR 21
DATI CARATTERISTICI
B Ve I Tomo £ G Ry NOTE SIGLA
w) B (mA) (HA) (MHz) (dB) (mW)
45 6 1 300 - - - 0C 604 spec
60 6 0,5 80 6 37 - oc 612
90 6 0,5 150 10 27 - 0C 613
‘eov 6 0,5 180 39 - - oc 614
22 6 1 65 42 - - oC 615
40 1 2 | 100 0,5 40 - oc 622
50 1 2 200 1,1 43 - oc 623
65 1 2 300 0,7 40 - oC 624,
60 6 0,1 180 39 - - oC 6014
22 6 1 65 42 - - oC 6015
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Dati Transistori 2° TR
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DATI TRANSISTORI

i

Corso TR (transistori) PER CORRISPONDENZA



CORSO TRANSISTORI
Dati Transistori 3°

(11)

In questa dispensa sono raccolte le caratteristiche elettriche dei transistori
della serie europea per usi radio e TV, dal tipo OD 603 al tipo 2G 109,

Come potrd notare, gli ultimi tipi elencati nella presente lezione soné con-
traddistinti da una sigla che inizia non pit con una lettera dell'alfabeto, bensi
con un numero,

I transistori elencati nella presente dispensa sono prodotti dalle seguenti Ca-
se europee !

Telefunken
C.S.F. - Compagnie Générale de Télégraphie sans fil
Siemens

C.F,T,H, - Thomson-Houston

Newmarket Transistors

Edison Swan’

Societd Generale Semiconduttori (S.G.S.).



Dati Transistori 3° TR

VALORI MASSIMI

o | e | s | mmes | T T
W) (ma) | (mwW) “o (°C/uW)
SFT 116 P-N-P (Ge) RF 2 24 10 125 85 0,4
SFT 117 P-N-P (Ge) RF 2 20 10 125 85 0,4
SFT i18 P-N-P (Ge) RF 2 24 10 125 85 0,4
SFT 119 P-N-P (Ge) FI-RF 2 ‘2(‘) 10 125 85 0,4
SFT 12.0 P-N-P (Ge) RF 2 24 10 125 85 0,4
SFT 121 P-N-P (Ge) BF 2 24 ) 250 150 55 0,35
SFT 122 P-N-P (Ge) BF 2 24 250 150 85 0,35
SFT 123 |P-N-P (Ge) BF 2 24 250 150 85 0,35
SFT lé4 P-N~-P (Ge) BF 4 24 500 300 85 0,16
SFT 125 P-N~-P (Ge)' BF 4 24 500 300 85 0,16




Dati Transistori 3° TR

DATI CARATTERISTICIL

. % I Tego o o 2y NOTE STGLA -
w) (mA) (Ha) (MHz) (dB) (mW)
60 9 1 - 30 - - SFT 116
60 9 1 600 30 - - SFT 117
60 9 1 i 30 18 - SFT 118
60 9 1 600 30 32 - SFT 119
60 9 1 - 30 35 - SFT 120
30. 6 1 150 0,8 - - |cr-B 500 | sPT 121
50 6 1 250 1,2 - - |cr-B 500 | sFr 122
80 6 1 400 1,7 - = |cr- s00 | sFr 123
*30 1 250 500 1 - - |er-B1w/| sPT 124
70 1 250 800 2 - - |er-B 1w | spr o125




Dati Transistori 3° TR

VALORI MASSIMI
SIGLA TLPO Alz)ll)gri?é g?gﬁg e Ig "Pg T, K
W) (mA) (mW) (°cy | (°c/mw)
SFT 126 |P-N-P (Ge) o E 2 12 250 125 85 0,4
SFT 127 |P-N-P (Ge)’ FI 2 12 250 125 85 0,4
SFT 128 |P-N-P (Ge) FI 2 12 250 125 85 0,4
SFT 130 |P-X-P (Ge) BF 4 24 500 450 85 0,11
SFT 131 |P-N-P (Ge) BF 4 1 24 500 | 450 85 0,11
SFT 141 |P-N~P (Ge) BF 2 20 250 175 85 |. 0,3
SFT 142 |P-N-P (Ge) BF 2 20 250 175 | 85 0,3
SFT 143 |P-N-P (Ge) BF 4 45 500 300 85 0,16
SFT 144 |P-N-P (Ge) BF 4. | a5 500 | 300 85 0,16
SFT 145 [P-N-P (Ge) BF 4 45- 750 450 85 0,11




Dati Transistori 3° TR

DATI CARATTERISTICI

NOTE SIGLA
P & | | | @ | b

28 6 10 100 5 - - SFT 126
35 6 10 120 7 - - SFT 127
70 6 10 250 14 - - SFT 128
30 1 250 500 1 - - CF-B 2 W | SPT 130
70 1 250 800 2 - - CF-B 2 W | SFT 131
30 1 100 200 1 - - CF-B 500 | SFT 141
50 1 100 350 1,2 - - CF-B 500 | SFT 142
30 1 250 - 0,8 - - CF-B 2 W | SFT 143
50 1 250 - 1 - - CF-B 2 W | SPT 144
30 1 250 - 0,8 - - CF-B 2 W | SPT 145




8 " Dati Transistori 3° TR
VALORI MASSIMI
sia | meo | ARG | oS [T T
1 (mA) (mW) (&) (°C/mw)
SFT 146 |P-N-P (Ge) BF 4 45 750 450 85 0,11
SFT 150 P—ﬁ—P (Ge) BF ‘ 3 80 3A 20 W 75 -
SFT 213 |P-N-P (Ge) BF 5" 15 3 A 25 W 85 2 °c/w
SFT 214 [P-N-P (Ge) BF 5 Ik 30 3 A 25 W 85 2 °c/H
SFT 250 |P-N~P (Ge) BF 5 40 3 A 25 W 85 2 °c/w
TF 49 P-N~P (Ge) RF .6 15 200 25 85 2
TF 65 P-N-P (Ge) BF 6 16 50 25 85 2
TF 65/30 |P-N-P (Ge) BF 6 32 50. .25 85 2
TF 66 P-N-P (Ge) BF 6 16 300 40 85 1,2 .
TF 66/30 |P-N-P (Ge) BF 6 32 300 40 85 1,2




Dati Transistori 3° TR

DATI CARATTERISTICI

R Vo Ic Iego to A Py NOTE -SIGLA
V) (mA) (na) (MHZ) (dB) (mW)

50 1 250 - 1 - - CF-B 2 W | SFT 146
40 1 14 - 0,25 - - CF-B 10W | SFT 150
40 2,5 2 A 4 mA 0,2 - 4 CF-B 10W | SFT 213
40 2,5 2 A 8 mA 0,2 - 4 CF-B 10W | SFT 214
50 2,5 2 A 1 mA 0,2 - 4 CF-B 10W | SFT 250
20 - - 180 4 - - TF 49

20 + 120 - - - 1 - - TF 65

20+ 120 - - - 1 - - TF 65/30

30 + 150 - - - 1 - - TF 66

30 + 150 - - 1 - -

TF 66/30
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Dati Transistori 3° TR

VALORI MASSIMI

s | mmo | MG SmES | T T T
W (mA.) (mW) °c) (°9/mw)

TF 70 | N-P=N (Ge) BF 7 30 25 75 65 0,4

TF 71 N-P-N (Ge) BF 7 30 25 55 65 0,5

TF 72 N-P-N (Ge) BF 7 30 25 35 65 0,8
TF 78 P-N-P (Ge) BF 6 16 600 406 85 0,12 .
\ TF 78/30 | P-N-P (Ge) BF 6 32 600 " 400 85 0,12
TF 260 N-P-N (Si) BF 6 100 300 370 85 0,13

THP 35 N—-P-;'N (si) | FI-RF 8 30 25 125 85 0,4

THP 36 N-P-N (Si) | FI-RF 8 30 25 125 85 0,4

THP 61 N-P-N (Si) FI 8 25 25 125 85 0,4

THP 62 N~P-N (Si) FI 8 25 25 125 85 0,4




Datl Trangistori 3° TR 11
DATI CARATTERISTICI
6 Yo Ic Icko £, G Py NOTE SIGLA
4D (mA) (va) (MHz) (dB) (m¥)
10 - - - 0,25 - - TF 70
24 - - - 0,4 - - TF 71
99 - - - 0,5 - - TF 72
23 - - - - - - TF 78
23 - - - - - - TF 78/30
19 - - - - - - TF 260
- - - - 3 - - = 0,85 | THP 35
- - - - 5 - - = 0,92 | THP 36
- - - - 2 - - = 0,955 THP 61
- - - - 2 - - = 0,91 | THP 62




Datl Transistori 3° TR

12 /
, / VALORI MASSIMI
stora | oo | RS ST [ v | e | Pe | T | x
& owm | aw | o | comn
THP 79 |N~-P-N (Ge) RF 9 6 " 20 25 85 2
THP 80 |N-P-N (Ge) | RF-VF 9 6 20 40 85 1,2
THP 81 |N-P-N (Ge) | RF-VF 9 6 20 40 85 1,2
TJIN 300/2|P-N-P (Ge) BF 10 30 5 A | 3,5W| 8 |1,4°C/H
V6/2 R |P-N-P (Ge) | FI-RF 7 6 30 100 75 0,4
V6/2 RC |P-N~P (Ge) | FI-RF 1 6 30 100 75 0,4
V6/4 R |P-N-P (Ge) | FI-RF 7 6 30 100 75 0,4
V6/4 RC |P-N-P (Ge) | FI-RF 11 6 30 100 75 0,4
V6/8 R |P-N-P (Ge) | FI-RF 7 6 30 100 75 0,4
v6/8 RC |P-N-P (Ge) | FI-RF 11 6 30 100 75 0,4




Dati Transistori 3° TR 13
DATI CARATTERISTICI
. Ve Ic Temo . . Py NOTE SIGLA
w) (mA) (1A) (MHz) (dB) (mW)
- - - - 100 12 - THP 79
- - - - 40 - - « = 0,8 | THP 80
- - - - 20 - - o = 0,65 THP 81
30 - 200 - 0,3 - - TJN 300/2
36 4,5 1 30 3 - - v6/2 R
30 4,5 1 30 3 - - V6/2 RC
50 4,5 1 50 5,5 - - V6/4 R '
50 4,5 1 50 5,5 - - V6/4 RC
80 4,5 1. 80 10 - - v6/8 R
80 4,5 ‘1 80 10 - - V6/8 RC




16 Dati Transistori 3° TR
. ] VALORI MASSIMI
SIGLA T1PO A1Z>11>g}1{(1:§_ (3:(1)22? VCE Ic Pc Ty K
W (mA) (W) (°c) | (°c/mw)
v 15/20 P | P-N~P (Ge) BF 12 15 3 A 1w 75 -
Vv 15/20 R | P-N~P (Ge) RF 7 15 12 25 75 1,6
v 15/30 NP| P-N-P (Ge) BF 12 15 6 A 1,5 W 75 -
IV 15/30 P | P-N-P (Ge) BF 12 15 3 A 1w 75 -
[V 30/10 P | P-N-P (Ge) ‘ BF 12 30 3 A 1w 75 -
[V 30/15 NP| P-N-P (Ge) BF 12 30 6 A 1,5 W 75 -
v 30/20 IP|P-N-P (Ge) BF 13 30 2 A 500 75 -
[V 30/20 P | P-N-P (Ge) BF 12 30 3 A 1w 75 -
V 30/30 NP|P-N-P (Ge) BF 12 30- 6 A 1,5 W 75 -
[v 30/30 P | P-N-P (Ge) BF 12 30 3 A 1w 75 -




Dati Transistori 3° TR 17
DATI CARATTERISTICI
5 T Ic Icko . £y G vPU NOTE SIGLA
W (mA) (HA) (MHz) (dB) (mwW)

24 1,5 200 480 - - - 15/20 P
25 - - - 30 - - 15/20 R
40 1,5 200 - - - - 15/30 NP
40 1,5 200 800 - - - CF-B 10 W 15/30 P
18 1,5 200 360 - - - 30/10 P
25 1,5 200 - - - - 30/15 NP
40 1,5 20 800 0,3 - 1w CF-B 5 W 30/20 IP
24 1,5 200 480 - - - CF-B 20 W 30/20 P
40 1,5 200 - - - - 30/30 NP
38 1,5 200 760 - - - 30/30 P




18 . ) Dati Transistori 3° TR

VALORI MASSIMI

moa | e | MM COWES T T T
W (mA) (mW) (°c) (°C/mW)

IV 60/10 P | P-N-P (Ge) BF 12 - 60 3 A 1w 75 -
Vv 60/20. 1P| P-N-P (Ge) BF 13 | 60 2 A 500 75 -
v 60/20 P {P-N-P (Ge) BF 12 60 3A 1w 75 -
vV 60/30 P |P-N-P (Ge) BF- 12 60 3A ] 1w 75 -
XA 101 P-N~P (Ge) FIL 14 16 10 25 45 0,4
XA 102 P-N-P (Ge) RF 14 16 100 | 25 65 1,2
XB 102 P-N-P (Ge) BF 14 16 10 25 75 1,6
" |xB 103 P-N-P (Ge) BF 14 16 10 25 75 1,6
XB 104 P-N-P (Ge) BF 14 16 10 25 65 1,2
XC 101 P-N-P (Ge) |  BF 14 16 . 100 75 85 0,6




TR

Dati Transistori 3° 19
DATI CARATTERISTICI
5 Vo ic 2o, G Py NOTE SIGLA
w (mA) (LA) (MHZ) (dB) (W)

18 1,5 200 360 - - - V 60/10 P
40 1,5 20 800 0,25 - - V 60/20 1P
24 1,5 200 480 - - - V 60/20 P
38 1,5 200 760 - - - Vv 60/30 P
35 5 1 - 5 - - XA 101
60 5 1 - 8 - - XA 102
30 5 1 - - - - XB 102
66 5 1 - - - - | XB 103
30 5 1 - - - - XB 104
66 5 1 - - - - CF-B 220| XC 101




20 Dati Transistori 3° TR
VALORI MASSIMI

stoa | o | AR | Sone | ves | 1o | 7o | T | ®

W) (mA) (m¥W) (°c) [ (°C/mW)
Y 400J1 | N-P-N (Ge) RF 6 16 12 75 85 0,6
Y 40002 N-P—N (Ge) RF 6 16 12 75 85 0,6
2G 10 P~-N-P (Ge) BF 15 10 120 100 75 0,4
2G 20 P-N-P (Ge) BF 15 14 130 100 75 0,4
2G 30 P-N~-P (Ge) FI1 15 5 25 70 75 0,5
2G 40 P-N-P (Ge) RF 15 5 25 70 75 0,5
2G 101 P-N~P (Ge) BF 16 13 100. 120 85 0,4
2G -102 P-N-P (Ge) BF 16 13 100 120 85 0,4
12G 108 P-N-P (Ge) BF 16 25 100 120 85 0,4
2G 109 P-N-P (Ge) BF 16 25 100 120 85 0,4




Datil Transistori 3° TR 21

DATI CARATTERISTICI
, e o Temo o . - NOTE SIGLA
w) (mA) (ra) (MHZ) (dB) (mW)

30 - - - 6,5 - - Y 400J1
75 - - | - 13 - - Y 40042
40 5 1 100 1 - - , 2G 10
80 5 10 100 0,7 - - 2G 20
50 5 1 0 | 3,5 - - 2G 30
100 5 1 75 7,5 - - 2G 40
80 1 10 700 2,5 - - 2G 101

130 1 10 950 2,5 - - 2G 102
60 1 10 500 2,5 - - 2G 108
95 1 10 800 2,5 - - | 26 100
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Dati Transistori 3° TR
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Dati Transistori 3° TR
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DATI TRANSISTORI

i

Corso TR (transistori) PER CORRISPONDENZA



! CORSO TRANSISTORI
Datil Transistori 4°

(14)

Con la prima parte di questa dispensa termina la raccolta delle caratteristi-
che elettriche del transistori per radioapparati, di costruzione europea, dal tipo
2G 138 al tipo 992 TI1.

I transistori elencati sono prodotti dalle seguenti Case europee :

Societk Generale Semiconduttori (S.C.S.);
Thomson~Houston,

Per 11 significato dei simboli e delle voci che sono riportaté in testa a cia;
scuna colonna delle tabelle, vale quanto detto nella prima dispensa dei Dati Transi-

stori.




Dati Transistori 4° TR

. VALORI MASSIMI

o | o | e | |

& | e | @ | O | ccmm
2G 138‘ P-N~P (Ge) FI 1 15 200 125 86 0,4
26 139 [P-N-P (Ge) FI 1 15 200 125 85 0,4
2G 140 |[P-N-P (Ge) RF 1 20 200 165 85 0,3
26 141 |P-N-P (Ge) RF 1 20 200 | 165 | 85 0,3
2G 201 P-N-P (Ge) BF 1 13 100 120 85 0,4
2G 202 P-N-P (Ge) BF 1 13 100 120 85 . 0,4
2G 270 P-N-P (Ge) BF 1 30 200 200 85 0,25
2G 271 P-N-P (Ge) BF 1 30 200 200 85 0,25
2G 301 P-N-P (Ge) FI 1 10 200 165 85 0,3
2G 302 P-N-P (Ge) FI 1 10 200 165 85 0,3




Dati Transistori 4° TR

DATI CARATTERISTICI
6 Ve I, Icgo £y G Pi] NOTE SIGLA
) (ma) (na) (MHz) (dB) (m¥)
30 1 20 180 7 34 - 2G 138
60 1 20 360 8 36 - '2G 139
30 1 20 180 10 29 - 2G 140
60 - 1 20 360 10 31 - 2G 141
25 1 20 250 2,5 32 40 CF-B 600 | 2G 201
40 1 20 400 2,5 40 40 CF-B 600 | 2G 202
40 1 20 600 2 35 65 CF-B 1 W'| 2G 270
80 1 20 1,2 mA 3 37 . 65 CF-B 1 W | 2G 271
30 1 20 180 5 33 - 2G 301
60 1 20 360 5 35 - 2G 302




Dati Transistori 4° TR

VALORI MASSIMI

v | o | Aien |comme | R
W) (mA) (mW) (°0) | (°Cc/m¥)
2G 319 |P-N-P (Ge) BF 1 30 200 200 85 0,25
2G 320 |P-N-P (Ge) BF 1 30 200 200 85 0,25
2G 321 |P-N-P (Ge) BF 1 30 200 200 85 0,25
2G 322 |P-N-P (Ge) BF 1 25 100 120 85 0,4
2G 323 |P-N-P (Ge) BF 1 25 100 120 | 85 0,4
26 324 |P-N-P (Ge) BF 1 25 100 120 85 0,4
26 401 |P-N-P (Ge) RF 1 10 200 120 85 0,4
26 402 |P-N-P (Ge) RF 1 10 200 120 85 0,4
26 508 |P-N-P (Ge) BF 1 25 100 120 85 0,4
2G 601 |P-N-P (Ge) FI 1 30 200 120 | 100 0,55




Dati Transistori 4° TR

DATI CARATTERISTICI

. Vo 1 Iego G P, NOTE SIGLA
W) (mA) (pad (MHz) (dB) (mW)
34 1 20 450 2 - - 2G 319
50 1 20 800 2,5 - - 2G. 320
80 1 ‘20 1,2 mA 3V - - 2G 321
45 1 20 700 2 - - 2G 322
68 1 20 1 mA 2,5 - - 2G 323
85 1 20 1,2 mA 3 - - 2G 324
30 1 20 180 10 28 - 2G 401
60 1 20 360 10 30 - 2G 402
112 1 20 1,75 mA 3,5 - - 2G 508
20 -1 10 120 5 - - 2G 601




Dati Transistori 4° TR

VALORI MASSIMI

R L o o R R I

: ) (mA) (mw) o (°C/mw)
2G 602 |P-N-P (Ge) FI 1 20 200 120 100 0,55
10T 2 |N-P-N (S1) | FI-RF 1 30 25 115 . | 165 1,1
11 T2 |[N-P-N (S1) | FI-RF 1 30 25 115 | 165 1,1
12 T2 |N-P-N (S1) FI-RF 1 30 25 115 165 1,1
17 T1 |PeN-P (Ge) BF 1 15 500 450 85 0,11
18T 1 |[P-N-P (Ge) BF 1 10 ‘500' 450 85 0,11
25T 1 |P-N-P (Ge) | FI-RF 1 11 10 25 | 85 2
26 T 2 |N-P-N (8i) | FI-RF 1 55 100 450 | 150 0,25
26 T 2C |N-P-N (S1) FI-RF 2 55 100 | 2,3w /| 150 0,05
29 T 2 |N-P-N (S1) FI~RF ! 55 100 450 150 0,25




Dati Transistori 4° TR 7
DATI CARATTERISTICI
. Vo I Temo £, G Py NOTE SIGLA
W) (mA) (na) (MHz) (dB) (mW)

20 1 10 120 10 - - 2G 602
31 - 1 - 10 - - 0T2
63 - 1 - 10 - - 1 T2
100 - 1 - 10 - - 12 T2
100 - 20 - - - - 17 T1
100 - 20 - - - - 18T 1
50 - 1 - 1 - - 25 T 1
15 - 10 - 20 - - 26 T 2
15 - 10 - 20 - - 26 T 2C
15 - 10 - 20 - - 29 T 2




Dati Transistori 4° TR

VALORI MASSIMI

w) (mA) (W) ()] (°c/mw)
29 T 2C [N-P-N (Si) | FI-RF 2 | s 100 | 2,3w]| 150 -
31 T 1 |P-N-P (Ge) RF 1 10 200 ‘120 | 85 0,4
32 T1 |P-N-P (Ge) |, RF 1 10 200 120 85 0,4
33T 1 |P-N-P (Ge) FI i | 10 200 165 85 0,3
34T 1 |P-N-P (Ge) FI 1 10 200 165 85 0,3
35 T1 |P-N-P (Ge) FI 3 12 50 85 85 0,6
36 T1 |P-N-P (Ge) RF 3 12 50 85 85 0,6
37 T1 |P-N-P (Ge) RF 3 6 50 85 85 0,6
38T 1 |P-N-P (Ge) FI-RF 4 14 50 75 85 .0,65
39T1 |P-N-P (Ge) | FI-RF 4 10 50 75 85 0,65




Dati Transistori 4° TR

DATI CARATTERISTICI

NOTE SIGLA
P % o | S| wd () )
15 - 10 - 20 - - 29 T 2C
,
60 1 20 360 10 30 - 31T 1
30 1 20 180 10 28 - 32 T 1
60 1 20 360 5 35 - 33T 1
30 1 20 180 5 33 - 34T 1
20 - - - 4,5 - - 35 1
40 - - - 6,5 - - 36 T 1
60 - - - 10 - - 37 T 1
50 - 10 - 10 - - 38 T 1
100 - 10 - 15 - - 39 T 1




10 Dati Transistori 4° TR
VALORI MASSIMI
a | oo | PRI e
) (mA) (m¥) (°Cc) (°c/mw)
44 T 1 [P-N-P (Ge) BF 1 12 300 350 85 0,14
64 T 1 P-N-P (Ge) FI-RF 1 20 200 125 85 0,4
‘65 T 1 ’ P-N-P (Ge) FI-RF 1. 20 200 125 85 0,4
486 T 1 P-N-P (Ge) BF 1 8 200 25 85 2
665 T 1 P-N-P (Ge) BF 1 12 50 25 85 2
.687 T 1 P-N-P (Ge) BF 1 12 206 25 85 2
688 T 1 P-N-P (Ge) BF 1 12 200 25 85 2
689 T 1 P-N-P (Ge) BF 1 12 50 25 85 2
690 T 1 P-N-P (Ge) BF 1 12 56 25 85 2
691 T 1 » P-N-P (Ge) BF 1 12 50 25 85 2




Dati Transistori 4° TR 11
DATI CARATTERISTICI
5 Ve IC ko fo ¢ Py NOTE SIGLA
) (ma) (na) (MHz) (dB) (mW)

54 - - - 1,2 25 - CF-B 2 W 44 T 1
85 - 10 - 8 - - 64 T1
100 - 10‘ - 10 - - 65 T 1
50 - - - 1 - - CF-B 200 486 T 1
110 - - - 1,5 45 - 665 T 1
36 - - - 1 25 - CF-B 300 687 T 1
54 - - - 1,2 27 - CF-B 300 688 T 1
24 - - - 0,8 - - 689 T 1
36 - - - 1 - - 690 T 1|
54 - - - 1,2 - 691 T 1




Dati Transistori 4° TR

12
VALORI MASSIMI
woa | o | s e o R
& | wd | @ | o | eomn

692 T 1 |P~N-P (Ge) BF 1 12 50 25 85 2
941 T 1 | P=-N-P (Ge) BF 3 25 200 85 85 0,6
965 T 1 | P-N-P (Ge) BF 1 24 50 50 85 1
986 T 1 | P-N-P (Ge) BF 3 25 200 60 85 0,8
987 T 1 | P-N-P (Ge) BF 1 24 200 50 85 1
988 T 1 | P-N-P (Ge) BF 1 24 200 50 85 1
989 T 1 P-N-P (Ge) BF 1 24. 50 50 85 1
990 T 1 | P-N~P (Ge) BF 1 24 50 50 85 1
991 T 1 | P-N-P (Ge) BF 1 24 50 50 85 1
992 T 1 | P-N-P (Ge) BF 1 24 50 50 85 1




Dati Transistori 4° TR 13
DATI CARATTERISTICI
; e o Tomo o . vy NOTE SIGLA
42 (ma) (Ha) (MHz) (dB) (m¥)

75 - - - 1,5 - - 692 T 1
60 - - - 1,2 - - CF-B 300 | 941 T 1
110 - - - 1,5 45 - 965 T 1
24 - - - 0,8 - - CF-B 300 | 986 T 1
36 - - - 1 22 - CF-B 500 | 987 T 1
54 - - - 1,2 24 - CF-B 500 | 988 T 1
24 - - - 0,8 - - 989 T 1
36 - - - 1 - - 990 T 1
54 - - - 1,2 - - 991 T 1
75 - - - 1,5 - - 992 T 1




14 Dati Transistori 4° TR
3

Inizia ora la raccolta delle caratteristiche dei transistori della serie ameri-
cana, serie molto pid numerosa della corrispondente europea, in quanto molte sono
le ditte costruttrici, La classificazione & stata eseguita secondo un ordine numeri-
co : nella presente dispensa sono riportate le caratteristiche elettriche dei semi-
conduttori dal tipo 2 N 24 al tipo 2 N 185,

I transistori elencati sono prodotti dalle seguenti Case americane :

Bogue ;

CBS - Hytron ;

Clevite ;

Delco ;

General Electric ;

General Transistor';
" Motorola ;

Philco ;

Raytheon ;

RCA - Radio Corporation of America ;

Sylvania ;

Texas Instruments ;

Transistron ;

Western Electric ;

Westinghouse ;

sono inoltre prodotti dalla Ates e dalla Fivre su licenza americana,



DATI TRANSISTORI

(24 Parte)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI TRANSISTORI DELLA SERIE AMERICANA




16 Dati Transistori 4° TR
' VALORI MASSIMI
B B B 8 v e v oy
(V) (mA) (mW) °c) (°c/mw)
2 N24 | Cp (Ge) BF 5 30 25 75 50 0,2
2 825 | Cp (Ge) BF 5 50 30 150 60 0,17
2 N 27 | N-P-N (Ge) BF 5 35 100 40 85 1,25
2 N 28 | N-P-N (Ge) BF 5 30 100 40 85 1,25
2 N 29 | N-P-N (Ge) BF 5 35 30 20 40 0,25
2 N 30 | Cp (Ge) BF 6 30 7 35 40 0, 14
2N 32 | cp (Ge) BF 7 40 8 20 40 0,25
2 N33 | Cp (Ge) RF 7 8,5 7 10 40 0,5
2 N 34 | P-N-P (Ge) BF 7 25 100 120 75 0,35
2 N 35 | N-P-N (Ge) BF 7 25 100 120 75 0,35




Dati Transistori 4° TR

17

DATI CARATTERISTICI

, Yo Io Temo to G P, NOTE SIGLA
42 (nA) (1a) (MHz) (dB) (mW)
- - - - - — - a=2,2]2N 24
- - - -~ - - - a=2,5{2N25
100 - - - 1 - - 2 N 27
100 - - - 0,5 - - 2 N 28
100 - - - 1 - - 2 N 20
- - - - 2 - - a=2,2|2N30
- - - - 2,7 - - a=2,7| 2N 32
- - - - 50 - - 2 N 33
40 - - - 0,6 37 - 2 N 34
40 - - - 0,8 37 - CF-B 125 | 2 N 35




18 Dati Transistori 4° TR
VALORI MASSIMI
SIGLA T1PO ont | stont Veg Ic e Ty K
W (mA) (m¥) °c) °Cc/mw)
2 N 36 |P-N-P (Ge) BF 8 20 8 30 50 0,5
2 N 37 P-N-P (Ge) BF 8 20 8 30‘ 50 0,5
2 N 38 P-N-P (Ge) BF 8 20 8» 30 50 0,5
2 N 38 A |P~-N-P (Ge) BF 8 20 8 30 50 0,5
2 N 43 P-N-P (Ge) BF 3 45 300 135 100 0,5
2 N 44 P-N-P (Ge) BF 3 45 300 135 100 0,5
2 N 45 P-N-P (Ge) BF 3 45 300 135 100 0,5
2 N 47 P-N-P (Ge) BF é 35 20 40 65 0,75
2 N 48 P-N-P (Ge) BF 9 35 20 40 65 0,75
2 N 49 P-N-P (Ge) BF 9 35 20 40 -65 0,75




Dati Transistori 4° TR 19
DATI CARATTERISTICI
5 Ve Ic Icro fa , G PU NOTE SIGLA
W) (mA) (L) (MHz) (aB) (W)

45 - - - - - - N 36
30 - - - - - - N 37
15 - - - - - - N 38
18 - - - - - - N &38 A
42 - - - 1,3 - 40 N 43
25 - - - 1 - 40 N 44
15 - - - 0,9 - 40 N 45
38 - - - 8 - - N 47
32 - - - 8 - - N 48
38 - - - 8 - - N 49




20 Dati Transistori 4° TR
VALORI MASSIMI :
W) (mA) (m¥W) °c) (°c/m¥)
2 N 52 Cp (Ge) RF ;5 50 8 75 50 0,2
2 N 53 | Cp (Ge) ' RF 5 50 8 60 50 0,25
2 N 54 | P-N-P (Ge) BF 10 45 10 140 60 0,18
2 N 55 | P-N-P (Ge) BF 10 45 10 140 60 0,18
2 N 56 | P-N-P (Ge) BF 10 45 10 140 60 0,18
2 N 57 | P-N~P (Ge) BF 1 60 800 17 W | 8 3 °CHM
2N 63 | P-N-P (G BE 7 22 10 85‘ 85 0,6
2 N 64 | P-N-P (Ge) BF 7 15 10 85 85 0,6
2 N 65 | P-N-P (Ge) BF 7 12 10 85 85 0,6
2 N 68 | P-N-P (Ge) BF 12 25 1,54 1,7% | 85 -




Dati Transistori 4° TR 21
DATI CARATTERISTICI
. Ve Ic Tezo ty A Py NOTE SIGLA
w) (mA) (pa) (MHz) (dB) (mW)
- - = - - - - 2 N 52
- - - - 5 - - a=2 |2Ns53
32 - - - 0,5 - - 2 N 54
20 - - - 0,5 - - 2 N 55
12 - - - 0,5 - - 2 N 58
60 - - - 0,2 - 5 W 2 N 57
22 - - - 6 - 40 2 N 63
45 - - - 8 - 40 2 N 64
90 - - - 1,2 - 40 2 N 65
40 - - - 0,4 - 600 |CF-B bW | 2N 68




29 Dati Transistori 4° TR
VALORI MASSIMI
S I 3 ol s v R o
& | o | @ | o | ecmn
2 N 71 P-N-P (Ge) BF 13 50 250 0,8 W 85 -
2 N 76 v P-N-P (Ge) ‘ BF 3 20 10 40 60 0,6
2 N 77 P-N~P (Ge) BF 2 25 15 30 85 1,6
2 N 78 N-P-N (Ge) RF T 15 20 65 85 0,75
2 N 79 1 P=N-P (Ge) BF 14 30 50 30 85 1,6
2 N 80 P-N-P (Ge) BF 15 25 8 40 85 1,25
2 N 81 P-N-P (Ge) BF 3 20 15 45 100 1,45
2 N 82 P-N-P (Ge) BF 16 20 15 30 85 1,6
2 N 94 N-i’—N (Ge) RF 7 20 50 25 85 2
2 N 94 A |[N-P-N (Ge) RF 7 20 50 25 85 T2




Dati Transistori 4° TR 23"
DATI CARATTERISTICI
o Ve 1, Iego £ G B, NOTE SIGLA
W) (mA) (pa) (MHz) (dB) (mW)

- - - - 0,25 - 400 N 71
20 - - - 1 - - N 76
55 - - - 0,7 - 50 N 77
50 - - - 4. - - N 78
46 - - - 0,7 - 50 N 79
80 - - - - - - N 80
30 - - - - - - N 81
30 - - - - - - N 82
30 - - - 3 - - N 94
40 - - - 6 - - N 94 A




24 ) " Dati Transistori 4° TR

VALORI MASSIMI
o | mro | Ao Joomas e e
) (mA) (mW) °c) (°C/m¥W)
2 N 97 |N-P-X (Ge) FI 7 30 10 40 75 1
2 N 97 A |N-P-N (Ge) FI 7 40 10 10 85 1,25
2 N 98 |N-P-N (Ge) FI 7 40 0 | 40 75 1
2 N 98 A |N-P-N (Ge) FI 7 40 10 40 85 1,25
2 N 99 |N-P-N (Ge) FI 7 40 10 40 85 1,25
2 N 100 |N-P-N (Ge) F1 7 25 5 30 50 0,5
2 N 101 |P-N-P (Ge) BF 14 - 25 1,5 A | 0,8W 85 -
2N 101/13| P-N-P (Ge) BF 17 30 1,5 A 3w | 75 -
2 N 102 |N-P-N (Ge) BF 14 25 1,541 0,8w]| 85 -,
2N 102/13| N-P-N (Ge) BF 17 30 1,5 A 3w| 75 -




Dati Transistori 4° TR 25
DATI CARATTERISTICI
o Ve I Iego 1o G P, NOTE" SIGLA
() (mA) (pa) (MHz) (dB) (mW)

13 - - - -1 - - 2 N 97
13 - - - 1 - - 2 N 97 A
38 - - - 2,5 - - 2 N 98
38 - - - 2,5 - - 2 N 98 A
38 - - - 3,5 - - 2 N 99
100 - - - 5 - - 2 N 100
- - - - - - 600 2 N 101
10,5 - - - - - - 2 N101/13
- - - - - - 600 CF-B 5 W |2 N 102
10,5 - - - - - - 2 N 102/13| .




26 Dati Transistori 4° TR
VALORI MASSIMI
W) (nA) (mW) o (°c/mw)
2 N 104 [P-N~P (Ge) BF 14 30 50 125 85 0,4
2 N 105 | P-N-P (Ge) BF 18 25 15 50 85 1
2 N 106 |P-N-P (Ge) BF 7 6 10 85 85 0,6
2 N 107 |P-N-P (Ge) BF 3 6 iO 45 60 0,55
2 N 108 |P-N-P (Ge) BF 19 20+ 15 40 85 1,25
2 N 109 |P-N-P (Ge) BF 14 25 70 125 85 0,4
2 N 111 [ P-N-P (Ge) FI1 7 6 5 85 85 0,6
2 N 112 [ P-N-P (Ge) RF 7 6 5 85 85 0,6
2 N 113 [P-N-P (Ge) " RF 7 6 5 85 85 0,6
2 N 114 |P-N-P (Ge) RF 7 6 5 85 85 0,6




Dati Transistori 4° TR 27
DATI CARATTERISTICI
. Ve I Icgo fd G Py NOTE SIGLA
4] (mA) (pa) (MHz) (dB) (mW)

44 6 1 - 0,7 41 - 2 N 104
55 4 0,7 - 0,75 33,2 - 2 N 105
45 - - - 0,8 - 40 2 N 106
20 - - - 1 - - 2 N 107
- - - - - - 35 2 N 108
75 1 50 - - 33 - CF-B 250 | 2 N 109
40 - - - 3 - - 2 N 111
40 - - - 5 - - 2 N 112
45 - - - 10 - - 2 N 113
65 - - - 20 - - 2 N 114 |




28 Dati Transistori 4° TR
VALORI MASSIMI
s | mmo | ARG e T T
W (mA) (mW) (°c) | (°Cc/mw)
2 N 117 |[N-P-N (Si) FI 7 30 25 135 150 0,85
2 N 118 |N-P-N (Si) FI 7 30 25 135 150 0,85
2 N 118 A|N-P-N (si) FI 7 30 25 135 150 0,85
2 N 119 |N-P-N (Si) FI 7 30 25 135 150 0,85
2 N 120 |N-P-N (Si) BF 7 45 25 135 v 150 0,85
2 N 123 |P-N-P (Ge) RF 3 20 125 90 150 0,85
2 N 124 |N-P-N (Ge) RF 7 10 s 40 75 1
2 N 125 |N-P-N (Ge) RF 7 10 8 40 75 1
2 N 126 |N-P-N (Ge) RF 7 10 8 40 75 1
2 N 127 |[N-P-N (Ge) RF 7 10 8 40 75 1 )




Dati Transistori 4° TR 29
DATI. CARATTERISTICI
5 Vo Ic Icko fa G PU NOTE SIGLA
4] (mA) | - (pA) | (MH2) (dB) (m¥)
7 S
12 - - - 4 - - N 117
24 - - - 5 - - N 118
48 - - - 5,5 - - N 118 A
60 - - - 5,5 - - N 119
80 - - - - - - N 120
50 - - - 8 - - N 123
18 - - - 3 - - N 124
32 - - - 5 - - N 125
60 - - - 5 - - N 126
130 - - - 60 - -

N 127




30 Dati Transistori 4° TR
VALORI MASSIMI
st | o | AT e |
v (mA) (mW) (&) (°C/mw)

2 N 128 | P-N-P (Ge) VHF 9 4,5 5 25 85 2
2 N 129 P-N-P (Ge) VHF 9 4,5 5 25 85 2
2 N 135 P-N-P (Ge) FI 3 12 50 85 85 0,6
2 N 136 P-N-P (Ge) RF 3 12 50 85 85 0,6
2 N 137 P-N-P (Ge) RF 3 '8 50 85 85 0,6
2 N 139 P-N-P (Ge) FI 14 16 15 65 85 0,8
2 N 140 P-N-P (Ge) RF 14 16 i5 65 85 0,8
2N 143/13 P-N~-P (Ge) BF 17 60 800 3w 75 -
2 N 144 N~P-N (Ge) BF 20 30 800 0,8 W 85 -
2 N 144/13 | N~P-N (Ge) BF 17 60 800 3w 75 -




Dati Transistori 4° TR 31
DATI CARATTERISTICI
5 e IC Icgo fa G PU NOTE SIGLA
) (mA) (pa) (MHz) » (dB) (m¥)
35 - - - 60 . - - 2 N 128
20 - - - 40 - - 2 N 129
20 - - - 4,5 - - 2 N 135
40 - - - 6,5 - - 2 N 136
60 - - - 10 - - 2 N 137
48 9 1 - 6,8 38 - 2 N 139
75 9 0,6 - 10 32 - 2 N 140
10,5 - - - - - - 2 N 143/13
40 - - - 0,4 - 600 CF-B 5 W |2 N 144
10,5 - - - - - - 2 N 144/13




Dati Transistori 4° TR

VALORI MASSIMI
sica | o | TGN |eomEs
W) (ma) (mW¥) °cy [ec/mwn)
N 155 P-N-P (Ge) BF 21 30 3A [L1,25W 85 -
N 156 P-N~P (Ge) BF 21 30 3A (1,25 W 85 -
N 160 N-P-N (Si) F1 7 40 25 135 150 0,85
N 161 N-P-N (Si)| -RF 7 40 25 135 150 0,85
N 162 N-P-N (Si) RF 7 40 25 135 150 0,85
N 163 N-P-N (Si) RF 7 40 25 135 150 0,85
N 168 N-P-N (Ge) RF 7 15 20 45 85 1,1
N 168 A| N-P-N (Ge) RF q 15 20 55 és 0,9
N 169 N-P-N (Ge) FI 7 15 20 45 85 1,1
N 169 A| N-P-N (Ge)| FI-RF 7 25 20 45 85 1,1




Dati Transistori 4° TR 33
DATI CARATTERISTICI
NOTE SIGLA
B & oS | w | aw | e
48 - - - 0,3 - 2% |CF-B 9 W |2 N 155
48 - - - 0,3 - 2W |CF-B OW]|2 N 156
14 - - - 4 34 - N 160
28 - - - 5 37 - N 161
38 - - - 8 38 - N 162
50 - - - 6 40 - N 163
20 - - - 6 - - N 168
40 - - - 8 - - N 168 A
40 - - - 4 - - N 169
30 - - - 5 - - N 169A




'

Dati Transistori 4° TR

VALORI MASSIMI

SIGLA PO Alz)ll)gri(;é Cotont Ver Ic Pg Ty K

W) (mA) (W) °c | (°C/m¥W)
N 170 |N-P-N (Ge) FI-RF 7 6 20 45 85 1,1
N 172 |N-P-N (Ge) FI 7 16 5 45 85 1,1
N 173 |P-N-P (Ge) BF 22 60 7 A 35 W 85 -
N 174 |[P-N-P (Ge) BF 22 80 7 A 35 W 95 -
N 175 |P-N-P (Ge) BF 14 10 2 40 85 1,25
N 176 |P-N-P (Ge) BF 21 40 3 A 8,5 W 80 -
N 178 |[P-N-P (Ge) BF 21 12 600 8,5 W 85 -
N 180 |P-N-P (Gey BF 15 30 25 125 85 0,4
N 182 |N-P-N (Ge) FI 15 25 10 85 85 0,6
N 185 |[P=N~P (Ge) BF 7 20 150 125 85 0,4




Dati Transistori 4° TR 35
DATI CARATTERISTICI
. Ve Ie Tego £, ¢ Py NOTE SIGLA
W (mA) (Ha) (MHz) (dB) (mW)

20 - - - 4 - - 2 N 170
- - - - - 28 - 2 N 172
100 - - - 0,6 - 8 W CF~B 20W| 2 N 173
45 - 5 A - 0,2 - 20 W CF-B 80W| 2 N 174
65 4 0,5 - 0,85 43 - 2 N 175
63 2 500 - - 35,5 - CF-B 2 W 2 N 176
30 - - - - - 3w 2 N 178
60 - - - 0,7 37 - CF-B 300 2 N 180
25 - - - 3,5 - - 2 N 182
55 - - - - - 20 CF-B 250 2 N 185
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Dati Transistori 4° TR
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Dati Transistori 4° TR
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Dati Transistori 4° TR
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DATI TRANSISTORI

i

Corso TR (transistori) PER CORRISPONDENZA



CORSO TRANSISTORI
Dati Transistori 5°

(17)

In questa dispensa sono riportate le caratteristiche elettriche dei transisto-
ri per apparecchi radio, di costruziene americana, dal tipo 2 N 186 al tipo 2 N 554.
Continua quindi la rassegna della vasta categoria del transistori della serie ameri-
cana contraddistinti dalla sigla iniziale 2 N.

I transistori elencati nella presente lezione sono prodotti dalle seguenti Ca-
se americane : '

Bendix’ ;

Bogue ;

Delco ;

General Electric ;

Mallory ;

RCA - Radio Corporation of America ;
Sylvania ;

Texas Instruments ;

Transistron ;

sono inoltre prodotti dalla Ates e dalla Fivre su licenza americana, -



Dati Transistori 5° TR

VALORI MASSIMI

craa | mmo | ARG oM
) (mA) (m¥) o (°c/mW)
. N 186 |P-N-P (Ge) BF 1 25 200 65 85 0,75
N 186 A|P-N-P (Ge) BF 1 25 200 | 150 85 0,3
N 187 |p-N-P (Ge) BF 1 25 200 65 85 0,75
N 187 AlP-N-P (Ge) BF 1 25 200 | 150 85 0,3
N 188 |P-N-P (Ge) BF 1 25 200 65 85 0,75
N 188 A|P-N-P (Ge) BF 1 25 200 | 150 85 0,3
N 189 |P-N-P (Ge) BF 1 25 50 65 85 0,75
N 180 |P-N-P (Ge) BF 1 25 50 85 85 0,75
N 191 |P-N-P (Ge) BF 1 25 50 65 85 0,75
N 182 |P-N-P (Ge) BF 1 25 50 65 85 0,75




Dati Transistori 5° TR

DATI CARATTERISTICI
5 Ve I Icgo £y ¢ Py NOTE SIGLA
) (mA) (a) (MHz) (dB) (W)
24 - - - 0,8 - - CF-B 300 N 186
24 - - - 0,8 - - CF-B 750 N 186
36 - - - 1 - - CF-B 300 N 187
36 - - - 1 - - CF-B 750 N 187
54 - - - 1,2 - - CF-B 300 N 188
54 - - - 1,2 - - CF-B 750 N 188
24 - - - 0,8 - - N 189
36 - - - 1 - - N 190
54 - - - 1,2 - - N 191
75 - - - 1,5 - - N 192




Dati Transistori 5° TR

VALORI MASSIMI

SIGLA TIRO Tt Cotont Veg Ig PG Ty K
w) (mA) (mw) °c) | (°c/mw)
N 193 |N-P-N (Ge) RF 2 18 | 50 40 75 1
N 194 |N-P-N (Ge) RF 2 18 50 0 | 7 1
N 194 A|N-P-N (Ge) RF 2 18 50 40 75 1
N 206 |P-N-P (Ge) BF 3 30 | s0 65 85 0,75
N 211 |N-P-N (Ge) RF 2 10 | 50 40 75 1
N 212 |N-P-N (Ge) RF 2 18 50 40 75 1
N 213 |N-P-N (Ge) _BF 2 25 | 100 125 85 0,4
N 213 A|N-P-N (Ge) BF 2 25 | 100 125 85 0,4
N 214 |N-P-N (Ge) BF 2 25 | 100 | 150 85 0,35
N 215 |P-N-P (Ge) BF 4 30 50 125 85 0,4




Dati Transistori 5° TR

DATI CARATTERISTICI
5 Ve Ic Icgo fa' c PU NOTE SIGLA
w) (mA) (HA) (MHz) (dB) (mW¥)
10 ~ - 50 2 - - N 193
10 -~ - 50 2 15 - N 194
10 - - 50 2 23 - N 194
47 - - - 0,8 35 - N 206
10 - - 20 2 - - N 211
20 - - 50 4 30 - N 212
110 - - 100 - 40 - N 213
175 - - 100 - 40 - N 213
75 - - 100 0,8 28 - N 214
44 6 1 - 0,7 41 - N 215




Dati Transistori 5° TR

VALORI MASSIMI
SIGLA TiEO onr “atont Vep Ic Pc Ty K
) (mA) (mW) (°C) | (°C/m¥W)
N 217 |P-N-P (Ge) BF 3 25 70 30 50 0,5
N 218 |P-N-P (Ge) FI 3 16 15 65 85 0,75
N 219 |P-N-P (Ge) RF 3 16 15 65 85 0,75
N 220 |P-N-P (Ge) BF 3 10 2 40 85 1,25
N 228 |N-P-N (Ge) BF 2 15 100 | 40 75 1
N 229 [N-P-N (Ge) BF 2 10 40 40 75 1
N 230 |P-N-P (Ge) BF 5 30 2A [1,25w] 85 -
N 233 |N-P-N (Ge) FI 2 10 50 40 75 1
N 233 A|N-P-N (Ge) FI 2 18 50 40 75 1
N 235 A|P-N-P (Ge) BF 5 40 3a 20w | 90 -




Dati Transistori 5° TR 7
DATI CARATTERISTICI
8 Ve I¢ Icgo fy G Py NOTE STeLA
V) -(mA) (na) (MHz) (dB) (mW)

75 1 50 - - 33 - CF-B 250 N 217
48 9 1 - 6,8 38 - N 218
75 9 0,6 - 1 32 - N 219
65 4 0,5 - 0,85 43 - N 220
75 - - 100 0,8 24 - N 228
25 - - 100 1,6 37 - N 229
83 - - - 1 - - N 230
10 - - 50 - 21 - N 233
30 - - - 50 2 24 - N 233 A
50 - - - - 34 - N 235 A




pati Transistori 5° TR

VALORI MASSIMI

SIGLA TIPO AZI;E;(I:A “otont Ver Io Pe T K
@ | @ | @b | e |comn
N 235 B|P-N-P (Ge) BF 5 35 | 34 27w | o -
N 236 B|P-N-P (Ge) BF 5 40 | 3A | 30w | 95 -
N 238 |P-N-P (Ge) BF 2 20 | 150 | 40 85 1,25
N 241 |P-N-P (Ge) BF 2 25 | 200 | 85 85 0,6
N 241 A|P-N-P (Ge) BF 2 30 | 200 | 165 | 85 0,3
N 242 |P-N-P (Ge) BF 5 45 | 24 | 45w | 100 -
N 243 |N-P-N (S1) | FI-RF 2 60 | 60 140 | 150 | o,8
N 244 |N-P-N (1) | FI-RF 2 60 | 60 190 | 150 | o,8
N 247 |P-N-P (Ge) RF 6 35 10 65 85 0,75
N 249 |P-N-P (Ge) BF 7 25 | 200 | 300 | 85 0,16




Dati Transistori 5° TR

DATI CARATTERISTICI

. Ve Ie Tezo £ G Py NOTE SIGLA
W) (mA) (na) (MHz) (dB) (mW)
60 - - 100 - 36 - N 235
60 - - 200 - 36 - N 236
50 - - - - 42 - N 238
60 - - - 1,2 - - CF-B 300 N 241
50 - - - 1,2 36 - CF-B 750 N 241
40 - - 3 mA 2 36 2,5 W N 242
14 - - - 7 - - N 243
30 - - - 8 - - N 244
60 9 1 - 30 45 - N 247
45 - - - - - 50 CF-B 500 N 249




10 Dati Transistori 5° TR
VALORI MASSIMI
s | mwo | APELIGA e | e T
W) (mA) (mW) (°c) | (°c/mw)

2 N 250 |P-N-P (Ge) BF 5 30 3 A 20 W 85 -
2 N 255 |P-N-P (Ge) *BF 5 15 34 5 W 85 -
2 N 256 |P-N-P (Ge) BF 5 30 3 A 5 W 85 -
2 N 257 |P-N~P (Ge) BF 5 25 2 A 20 W 85 -
2 N 260 |P-N-P (S1) BF 8 10 50 165 55 0,3
2 N 260 A|P-N-P (5i) BF 8 30 50 165 85 0,3
2 N 261 |P-N-P (81) BF 8 75 50 165 85 0,3
2 N 262 |P-N-P (81) RF 8 10 50 165 85 0,3
2 N 262 A|P-N-P (Si) RF 8 30 50 165 85 0,3
2 N 265 |P-N-P (Ge) BF 1 25 50 65 85 0,8




Dati Transistori 5° TR 11
DATI CARATTERISTICI
5 Ve I Tego £y g Py NOTE SIGLA
W) (mA) (na) (MHz) (aB) (mW)

50 - - 5 mA - 34 - N 250
15 - - 3 mA 0,2 21 - N 255
15 - - 3 mA 0,2 25 - N 256
50 - - 2 mA - 33 ~ N 257
16 - - - 1,8 - - N 260
16 - - - 1,8 - - N 260 A
10 - - - 1,8 - - N 261
20 - - - [¢] - - N 262
20 - - - 6 - - N 262 A
110 - - - 1,5 - - N 265




12 Dati Transistori 5° TR
) VALORI MASSIMI
sioa | om0 | R N | v | e | re | Ty | &
4)) (mA) (mW) (°c) j(°c/mw)

2 N 268 |P-N-P (Ge) BF 5 80 2 A 20 W 85 -
2 N 270 |P-N-P (Ge) BF 2 25 75 125 85 0,4
2 N 274 |P-N-P (Ge) RF 9 40 10 100 85 0,5
2 N 285 Al P-N-P (Ge) BF 5 35 34 27 W 95 -
2 N 292 |N-P-N (Ge) FI 7 15 20 55 85 0,9
2 N 296 |P-N-P (Ge) BF 5 60 2 A 22 W 100 -
2 N 301 |P-N-P (Ge) BF 5 40 3A 9 W 80 -
2 N 301 A{P-N-P (Ge) BF 5 60 3 A 9 W 80 -
2 N 306 |[N-P-N (Ge) BF 5 35 2 A 8 W 75 -
2 N 307 |N-P-N (Ge) BF 5 35 2 A 14 W 75 -




Dati Transistori 5° TR 13
DATI CARATTERISTICI
. NOTE SIGLA
p % w | S | @ | ab |
35 - - 2 mA - 28 - N 268
75 - - 12 - - - N 270
60 12 1,5 - - 50 - N 274
150 - - 2 mA - - - N 285 Al
25 - - - 5 - - N 292
20 - - 2 mA - - - N 296
70 1,5 1A - - 30 - CF-B 12 W N 301
70 1,5 1A - - 30 - CF-B 12 W N 301 A
21 - - 15 mA 0,75 - - N 306
25 - - 5 mA 4 33 - N 307~




14 Dati Transistori 5° TR
. VALORI MASSIMI
toa | o | AT e e
W (mA) (mW) (°C) (°C/mW)
2 N 307 A|P-N-P (Ge) BF 5 35 2 A [13,5W 75 -
2 N 313 N-P-N (Ge) FI 10 15 20 55 85 6,9
2 N 314 AN—P-N (Ge) FI 10 15 20 55 85 0,9
2 N 319 P-N-P (Ge) BF 11 20 200 200 85 0,25
2 N 320 P-N-P (Ge) BF 11 20 200 200 85 0,25
2 N 321 P-N-P (Ge) BF 11 20 200 200 85 0,25
2 N 322 P-N-P (Ge) BF 11 16 100 100 60 0,25
2 N 323 P-N~P (Ge) BF 11 16 100 100 60 0,25
2 N 324 P-N-P (Ge) BF 11 16 100 100 60 0,25
2 N 326 N-P-N (Ge) BF 5 35 2 A 6w 85 -




Dati Transistori 5° TR 15
DATI CARATTERISTICI
5 e I Texo to G Py NOTE SIGLA
) (mA) (1A (MHz) (dB) (m¥)

25 - - 5 mA 4 33 - N 307 A
25 - - - 4 - - N 313
25 - - - 8 - - N 314
33 - 20 - 2 - - N 319
48 - 20 - 2,5 - - N 320
80 - " 20 - 3 - - N 321
48 - 20 - 2 - - N 322
70 - 20 - 2,5 - - N 323
90 - 20 - 3 - - N 324
35 - - 3 mA 0,15 - - N 326




16 Dati Transistori 5° TR
VALORI MASSIMI

an | o | A e (e

V) (mA) (m¥) (°C) (°c/mw)
2 N 331 |P-N-P (Ge) BF 10 30 200 165 85 0,3
2 N 332 |N-P-N (Si) RF 10 45 25 140 150 0,8
2 N 333 |N-P-N (S1) RF 10 45 25 140 150 0,8
2 N 334 |N-P-N (S1) RF 10 45 25 140 150 0,8
2 N 335 |N-P-N (S1) RF 10 45 25 140 150 0,8
2 N 336 |N-P-N (Si) RF 10 45 25 140 150 0,8
2 N 350 |P-N-P (Ge) BF 5 40 34 | 30W 100 -
2 N 351 |P-N-P (Ge) BF 5 40 3A | 30W 100 -
2 N 364 |N-P-N (Ge) BF 2 30 50 125 85 0,4
2 N 365 |N-P-N (Ge) BF 2 30 50 125 85 0,4




Dati Transistori 5° TR 17
DATI CARATTERISTICI
5 Ve I Icgo ty G PU NOTE SIGLA
) (mA) (pAa) (MHz) (dB) (mW)

50 6 1 - 1,186 44 - 2 N 331
14 - - - 7 - - 2 N 332
28 - - - 9 - - 2 N 333
45 - - - 11 - - 2 N 334
60 - - - 10 - - 2 N 335
42 - - - 13 - - 2 N 336
60 - - 3 mA - 31 - 2 N 350
jelo] - - 3 mA - 33 - 2 N 351
10 - - - 2,5 - - 2 N 364
30 - - - 3 - - 2 N 365




18 Dati Transistori 5° TR
VALORI MASSIMI
s | o | ARG |edmmes | T
W (mA) {mW) (°c) | (°C/mW)
2 N 366 |N-P-N (Ge) BF 2 30 50 125 85 0,4
2 N 368 |P-N~P (Ge) BF 2 30 50 125 85 0,4
2 N 369 |P-N-P (Ge) BF 2 30 50 125 85 0,4
2 N 370 |P-N-P (Ge) RF’ 6 20 10 ' 65 85 0,75
2 N 371 |P-N-P (Ge) RF 6 20 ‘10 65 85 0,75
2 N 372 |P-N-P (Ge) RF 6 20 10 65 85 0,75
2 N 373 |P-N-P (Ge) FI 6 25 10 85 85. 0,75
2 N 374 |P-N-P (Ge) RF 6 25 10 65 85 0,75
2 N 376 |P-N-P (Ge) BF 5 40 3A 8 W 80 -
2 N 381 |P-N-P (Ge) BF 12 25 200 165 85 0,3




Dati Transistori 5° TR 19
DATI CARATTERISTICI
. Vo Ie Teo ty G Py NOTE SIGLA
W) (mA) (Hay (MHz) (dB) (mW)
75 - - - 3,5 - - 2 N 366
35 - - - 1 - - 2 N 368
75 - - - 1,3 - - 2 N 369
60 12 1 - 30 17 - 2 N 370
60 12 1 - 30 - - 2 N 371
60 12 1 - 30 17 - 2 N 372
60 12 1 - 30 54 - 2 N 373
60 12 1 - 30 40 - 2 N 374
78 2 700 - - 35 - CF-B 4 W | 2 N 376
32 - - 100 - 28 - 2 N 381
\




20 Dati Transistori 5° TR
VALORI MASSIMI
st | o | AELIGA oo |y T T
) (mA) (W) (°C) | (°C/mW)
2 N 382 [P-N-P (Ge) BF 12 25 200 165 85 0,3
2 N 383 |P-N-P (Ge) BF 12 30 200 165 85 0,3
2 N 384 |P-N-P (Ge) VHF 9 30 10 100 85 0,5
2 N 399 |P-N-P (Ge) BF 5 40 3 A 25 W 90 -
2 N 401 |P-N-P (Ge) BF 5 40 3 A 25 W 90 -
2 N 405 |P-N-P (Ge) BF 4. 20 170 125 85 0,4
2 N 406 |P-N-P (Ge) BF 3 20 70 125 85 0,4
2 N 407 |P-N-P (Ge) BF 4 20 70 125 85 0,4
2 N 408 |P-N-P (Ge) BF 3 20 70 125 85 0,4
2 N 409 |[P-N-P (Ge) FI 4 13 15 65 85 0,75
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Dati Transistori 5° TR
DATI CARATTERISTICI
R Vo Ie Iego 1 o Py NOTE SIGLA
w (mA) (1a) (MHz) (dB) (mW)
60 - - 100 - 34 - 2 N 382
82 - - 70 - 36 - 2 N 383
60 12 1,5 - 100 15 - 2 N 384
40 - - - - 38 - 2 N 399
40 - - - - 33 - 2 N 401
35 G 1 - 0,65 43 - 2 N 405
35 6 1 - 0,65 43 - 2 N 4086
75 1 50 - - 33 - CF~B 250 2 N 407
75 1 50 - - 33 - CF-B 250 2 N 408
48 9 1 - 6,8 38 - 2 N 409




22 Dati Transistori 5° TR
VALORI MASSIMI
sia | o | ALIGA JoomER | T, T
W) (mA) (mW) (°c) | (°c/mW)
2 N 410 |P-N-P (Ge) FI 3 13 15 65 85 0,75
2 N 411 |P-N-P (Ge) RF 4 13 15 65 85 0,75
2 N 412 |P-N-P (Gé) RF 3 13 15 65 85 0,75
2 N 413 A|P-N~-P (Ge) FI 12 15 200 125 85 0,4
2 N 414 A|P-N-P (Ge) FI 12 15 200 125 85 0,4
2 N 419 |P-N~-P (Ge) BF 5 45 3A 27 W 95 -
2 N 420 |P-N-P (Ge) BF 5 40 5A. 30 W 100 -
2 N 441 |P-N-P (Ge) BF 13 46 15 A 60 W 95 -
2 N 443 |P-N-P (Ge) BF 13 60 13 A - 95 -
2 N 456 |P-N-P (Ge) BF 5 40 5 A 45 W 95 - -




Dati Transistori 5° TR 23
DATI CARATTERISTICI
NOTE SIGLA
B & o | | e | @ | ow '
48 9 1 - 6,8 a2 - N 410
- 75 9 0,6 - 10 32 - N 411
75 9 0,6 - 10 32 - N 412
- - - 10 2 32 - N 413 A
- - - 20 4 35 - N 414 A
44 - - - - - - N 419
- - - - - - - N 420
30 - 54 - - - - N 441
50 - 2 A - - - - |cF-B 4 W |2 N 443
52 1,5 2 A - - 34 - |cr-B13W |2 N 456
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Dati Transistori 5° TR

VALORI MASSIMI

siora | o | APRGR oS I T T T
) (mA) (umW) (°c) | (°c/mW)
2 N 457 P-N~P (Ge) BF 5 60 5 A 45 W 95 -
2 N 458 P-N-P (Ge) BF 5 80 5 A 45 W 95 -
2 N 470 N-P-N (8i) BF 10 15 30 190 200 0,85
2 N 471 N-P-N (Si) BF 10 30 30 190 200 0,85
2 N 471 N-P-N (Si) BF 10 30 30 130 200 0,85
2 N 472 N-P-N (Si) BF 10 45 30 190 200 0,85
2 N 473 N-P-N (Si) BF 10 15 30 190 200 0,85
2 N 474 N=-P-N (Si) BF 10 30 30 190 200 0,85
2 N 474 N-P-N (Si) BF 10 30 30 180 '200 0,85
2 N 475 N-P-N (Si) BF 10 30 30 190 200 0,85




Dati Transistori 5° TR 25
DATI CARATTERISTICI
5 Vo I¢ Icxo to G Py NOTE SIGLA
W (mA) () (MHz) (dB) (mW)

52 1,5 2 A - - 34 - CF-B 13 W N 457
30 - - 2 mA - - - N 458
16 - - - - - - N 470
16 - - - - - - N 471
16 - - - - - - N 471 A
16 - - - - - - N 472
30 - - - - - - N 473
30 - - - - - - N 474
30 - - - - - - N 474 A
30 - - - - - - N 475




Dati Transistori 5° TR

26
) VALORI MASSIMI

o | mo | AT [t
V) (mA) (mW) (°c) (°C/mw)
2 N 476 N-P—N (si) BF-FI 10 15 30 190 200 0,85
‘ 2 N 477 N-P-N (Si) BF-FI 10 30 30 180 200 0,85
2 N 478 N-P-N (Si) BF-FI 10 15 30 190 200 0,85
2 N 479 N-P~N (S1) BF~FI 1(? 30 30 190 200 0,85
2 N 479 N-P-N (S1) BF-FI 10 30 30 190 200 0,85
2 N 480 N-P-N (Si) BF-FI 10 45 30 180 200 0,85

2 N 497 N-P-N (Si) BF-RF 10 60 200 3,8 W 200 -

2 N 498 N-P-N (S1) BF-RF 10 100 200 3,8 W 200 -
2 N 508 P-N-P (Ge) BF 11 16 100 106 60 0,25

2 N 511 P-N-P (Ge) BF 5 40 10 A 65 W 85 -




Dati Transistori 5° TR 27
DATI CARATTERISTICI
5 Vo Ig IcEo £, G Py NOTE SIGLA .
W) (mA) (na) (MHz) (dB) (mW)

45 - - - - - - N 476
45 - - - - - - N 477
60 - - ~ - - - N 478
60 - - - - - - N 479
60 - - - - - - N 479 Al
60 - - - - - - N 480
20 - - - 5 - - N 497
20 - - - 5 - - N 498
125 - 20 - 3,5 - - N 508
10 - 10 A - - - - N 511




28 Dati Transistori 5° TR
VALORI MASSIMI
) (ma) (m¥W) | (°0) (°c/mw)
2 N 511 A[P-N-P (Ge) BF 5 40 10 A 65 W 85 -
2 N 511 B|P-N~-P (Ge) BF 5 80 10 A 65 W 85 -
2 N 512 [P~N-P (Ge) BF 5 40 15 A 65 W 85 -
2 N 512 A|p-N-P (Ge) BF 5 60 15 A 65 W 85 -
2 N 512 B{P-N-P (Ge) BF 5 80 15 A 65 W 85 -
2 N 513 |P-N-P (Ge) BF 5 40 20 A 65 W 85 -
2 N 513 A|P-N-P (Ge) BF 5 60 20 A 65 W 85 -
2 N 513 B{P-N~P (Ge) BF 5 80 20 A 65 W 85 -
2 N 514 [P-N-P (Ge) BF 5 40 25 A 65 W 85 -
2 N 514 A|P-N-P (Ge) BF 5 60 25 A | 65 W 85 -




Dati Transistori 5° TR 29
DAT1 CARATTERISTICI
NOTE SIGLA
B & S B A @ | o
10 - 10 A - - - - N 511 Al
10 - 10 A - - - - N 511 B
10 - 15 A - - - - N 512
10 - 15 A - - - - N 512 A
10 - 15 A - - - - N 512 B
10 - 20 A - - - - N 513
10 - 20 A - - - - N 513 A
10 - 20 A - - - - N 513 B
10 - 25 A - - - - N 514
10 - 25 A - - - - N 514 A




30 Dati Transistori 5° TR
VALORI MASSIMI
cuon | o | AIGH |oomme: |y
) (mA) (mW) (°c (°c/mw)
2 N 514 P-N-P (Ge) BF 5 40 25 A 65 W 85 -
2 N 515 N-P-N (Ge)' FI 2 18 10 40 75_ 1
2 N 516 N-P-N (Ge) FI 2 18 10 40 75 1
2 N 517 N-P-N (Ge) FI 2 18 10 40 75 1
2 N 524 P-N-P (Ge) BF 12 30 500 200 100 0,32
2 N 525 P-N-P (Ge) BF 12 30 500 200 100 0,32
2 N 526 P-N-P (Ge) BF 12 30 500 200 100 0,32
2 N 527 P-N-P (Ge) BF 12 30 500 200 100 0,32
2 N 541 N-P-N (Si) . BF 10 15 30 180 200 0,85
2 N 542 N-P-N (Si) BF 10 30 30 190 200 - 0,85




Dati Transistori 5° TR 31
DATI CARATTERISTICI
5 Ve Ic IcEo £y G Py NOTE SIGLA
82 (mA) (HA) (MHz) (dB) (mW)

10 - 25 A - - - - N 514 B
37 - - 50 2 25 - N 515
10 - - 50 2 27 - N 516
35 - - 50 2 28 - N 517
30 - - 600 0,8 - - N 524
50 - - 600 1 - - N 525
70 - - 600 1,3 - - N 526
97 - - 600 1,5 - - N 527
130 - - - - - - N 541
130 - - - - - - N 542




32 Dati Transistori 5° TR
VALORI MASSIMI
ua | mm | e oom |
: W (mA) (m¥) (°C) | (°C/mW)
2 N 543 P-N-P (Ge) RF 10 18 10 65 85 0,75
2 N 544 |P-N~P (Ge) | FI-RF 6 18 10 65 85 0,75
2 N 544/12 P-N-P (Ge) FI-RF 6 18 10 65 85 0,75
2 N 547 N-P-N (Si) BF 10 60 500 4,7 200 -
2N 548 N-P-N (Si) BF 10 30 500 4,7 200 -
2 N 549 N-P-N (Si) BF 10 60 200 4,7 200 -
2 N 550 N-P-N (Si) BF 10 30 200 4,7 200 -
2 N 551 |N-P-N (sSi) BF 10 60 50 4,7 200 -
2 N 552 |N-P-N (S1) BF 10 30 50 4,7 200 -
2 N 554 P-N-P (Ge) BF 5 28 3 A 8,5 100 -




Dati Transistori 5°.TR 33
DATI CARATTERISTICI
. Vo Ic Icgo ty G Py NOTE SIGLA
42 (mA) (pad (MHz) (dB) (mW)

60 12 0,5 - 30 47 - N. 543
60 12 0,5 - 30 48 - N 544
97 - - - - 35 - N 544/12
35 - - - - - - N 547
35 - - - - - - N 548
35 - - - - - - N 549
35 - - - - - - N 550
30 - - - - - - N 551
30 - - - - - - N 552
30 - - - - 32 - N 554




34

Dati Transistori 5° TR

B
% | o
E/ , \c E; ¢ E C %
8 (INVOLUCRO)
1 2 3 ‘ 4
O\ ¢ (invoLucro) 8 8
3 c
£ 8 000 O £
© ©/
s
O
5 6 7

B = BASE C = COLLETTORE E = EMETTITORE S = SCHERMO

¢ (INvOLUCRO)




Dati Transistori 5° TR

35

Q#E

PUNTO COLORATO

8 9
PIEDINO DI

a(mvowcrzo RIFERIMENTO

¢ (VITE E INVOLUCRO)
" 12 13

B=BASE C=COLLETTORE E =EMETTITORE S = SCHERMO







DATI TRANSISTORI

i

Corso TR (transistori) PER CORRISPONDENZA



CORSO TRANSISTORI
Dati Transistori 6°

(21)

Termina, con questa dispensa, la raccolta delle caratteristiche elettriche dei
transistori per apparecchiature radio, di costruzione americana, dal tipo 2 N 561
al tipo TS 630,

Nella prossima lezione saranno riportate le caratteristiche dei transistori che
trovano applicazione nel campo dell'elettronica industriale.

I transistori elencati nella presente dispensa sono prodotti dalle seguenti Ca~
se

Bendix ;

General Electric
Raytheon ;

RCA ~ Radio Corporation of America ;
Sylvania ;

Texas Instruments ;

Tung-Sol ;

>

sono inoltre prodotti dalla Ates e dalla Fivre su licenza americana,



Dati Transistori 6° TR

VALORI MASSIMI
s | mme | ROR | T T T |
w (mA) (mW) (°c) | (°c/m¥)
2 N 561 | P-N~P (Ge) BF 1 80 10 A 11 W 80 -
2 N 591 | P-N-P (Ge) BF 2 32 40 40 85 1,25
2 N 624 | P-N-P (G\e) VHF 3 20 15 85 100 0,75
2 N 640 | P-N-P (Ge) RF 4 34 10 65 85 0,75
2 N 641 | P-N-P (Ge) FI 4 18 10 65 85 0,75
2 N 642 | P-N-P (Ge) RF 4 34 10 65 85 0,75
2 N 647 | N-P-N (Ge) BF 2 25 100 85 85 0,6
2 N 649 [ N~P-N (Ge) BF 2 20 100 85 85 0,6
2 N 656 | N~P-N (S1) BF 5 60 200 3,8W 200 -
2 N 657 | N-P-N (51) BF 5 100 200 3,8W 200 -




Dati Transistori 6°

TR

DATI CARATTERISTICI
5 Ve Ic Lo £y G Py NOTE SIGLA
W) (mA) (pa) (MHz) (dB) (mW)
75 15 1A - - 28 - CF-B 20W | 2 N 561
70 12 2 - 0,7 41 - 2 N 591
20 - - 30 - 22 - 2 N 624
60 12 1 - 42 47 - 2 N 640
60 12 1 - 42 40 - 2 N 641
60 12 1 - 42 50 - 2 N 642
70 1 50 - - 66 - CF-B 100 | 2 N 647
70 1 50 - - 66 - CF-B 100 | 2 N 649
50 - - - - - - 2 N 656
50 - - - - - - 2 N 657




Dati Transistori 6° TR

VALORI MASSIMI

s | o | AR | T T T T
) (mA) (mW) °c) | (°C/mwW)

2 N 680 |[P-N-P (Ge) BF 6 20 150 125 85 0,4

2 N 1008A|{P-N-P (Ge) BF 7 40 300 125 85 0,4

2 N 1009 |P-N-P (Ge) BF 7 25 20 125 85 0,4
2 X 1010 |N-P-N (Ge) BF 2 10 2 40 85 1,25

‘2 N 1014 |P-N-P (Ge) BF 1 100 10 A 11w 80 -

2 N 1023 |P-N-P (Ge) VHF 8 40 10 100 85 0,5
2 N 1057 |P-N-P (Ge) BF 9 45 300 200 85 0,25

2 N 1058 [N-P-N (Ge) RF 6 18 10 40 75 1
2 N 1059 |N-P-N (Ge) BF 7 15 100 145 75 | 0,25

2 N 1066 |P-N-P (Ge) |  VHF 3 40 10 100 85 0,5




Dati Transistori 6°

TR

DATI CARATTERISTICI

5 Vo Ig Icro £y ¢ Py NOTE SIGLA
W (mA) (ua) (MHz) (dB) (mW)
35 - - 500 - - - 2 N 680
40 - - 400 - - - 2 N 1008 A
40 10 1 800 - - - 2 N 1009
35 3,5 3,5 - 2 - - 2 N 1010
75 1,5 1A - - 28 - 2 N 1014
60 12 1,5 - 120 25 - 2 N 1023
58 - 20 - 1,3 - - 2 N 1057
15 - - 50 4 24 - 2 N 1058
35 - - 100 - 28 - 2 N 1059
60 12 1,5 - 120 25 - 2 N 1066




Dati Transistori 6° TR

‘ VALORI MASSIMI
st | meo | MRS oo T T T T
W) (mA) (mW) (°c) | (°c/m¥)
N 1067 | N-P-N (si) BF 10 60 500 4w 85 -
N 1068 | N-P-N (81i) BF 10 60 1,5A 8 W 85 -
N 1069 | N-P-N (Si) BF 1 66 4 A 40 W 85 -
N 1070 | N-P-N (8i) BF 1 60 4 A 40 W 85 -
N 1092 | N-P-N (Si) BF 3 60 500 1,5W 85 -
N 1101 | N-P-N (Ge) BF 6 15 100 120 75 0,35
N 1102 | N-P-N (Ge) BF 6 25 100 120 75 0,35
N 1107 | P-N-P (Ge) RF 6 16 5 - 25 85 2
N 1108 | P=N-P (Ge) RF 6 16 5 25 85 2
N 1109 | P-N-P (Ge) RF 6 16 5 25 85 2




Dati Transistori 6°

TR

DATI CARATTERISTICI

. Y Ic Iego £, G Py NOTE SIGLA
W (mA) (na) (MHzZ) (dB) (mW)
35 4 200 - 1,5 - - N 1067
38 4 750 - 1,5 - - N 1068
20 4 1,54 - 1,2 - - N 1069
20 4 1,5A - 1,2 - - N 1070
35 4 200 - 1,5 - - N 1092
35 - - - - - - N 1101
35 - - - - - - N 1102 |
34 - - - - - - N 1107
33 - - - - - - N 1108
20 - - - - - - N 1109




Dati Transistori 6° TR

VALORI- MASSIMI

siaa | mmo | AL OO T T
) (mA) (mW) e (°C/mW)
2 N 1110 { P-N-P (Ge) FI 6 16 5 >25 85 2
2 N 1111 | P-N-P (Ge) FI 6 20 5 25 85 2
2N 1111 A | P-N-P (Ge) BF-FI 6 20 5 25 85 2
2 N 1111 B | P-N-P (Ge) BF-FI 6 27 5 25 85 2
2 N 1141 | P~N-P (Ge) VHF 5 35 100 600 85 0,08
2 N 1142 | P-N-P (Ge) VHF 5 30 100 600 85 0,08
2 N 1143 | P-N-P (Ge) VHF 5 25 100 600 85 0,08
2 N 1149 | N-P-N (S1i) BF 6 45 25 135 150 0,85
2 N 1150 | N-P-N (Si) BF 6 45 25 135 150 0,85
2 N 1151 | N-P-N (S1) .BF 6 45 25 135 150 0,85




Dati Transistori 6° TR 9
DATI CARATTERISTICI
5 Ve Ic Icro fq G Py NOTE SIGLA
) (mA) (ua) (MHz) (dB) (mW)

29 - - - - - - N 1110
25 - - - - - - N 1111
27 - - - - - - N 11114
27 - - - - - - N 1111B
- - - - 750 12 - N 1141
- - - - 600 10 - N 1142
- - - - 480 8 - N 1143
25 - - - 4 - - N 1149
30 - - - 5 - - N 1150
50 - - - 8 - - N 1151




10 < Datl Transistori 6° TR
VALORI MASSIMI
O B Il ol s e s R
W) (mA) (mW) (°Cc) (°C/mW)
2 N 1152 | N-P-N (S1) BF 6 45 25 135 150 0,85
2 N 1153 | N~P~N (51) BF 6 45 25 135 150 0,85
2 N 1154 | N-P-N (Si) BF 6 50 60 600 150 0,2
2 N 1155 | N~-P-N (Si) BF 6 80 50 600 150 0,2
2 N 1156 | N=P-N (Si) BF 6 120 40 600 150 0,2
2 N 1177 | P-N-P (Ge) VHF 4 30 10 65 85 0,75
2N 1178 | P-N~-P (Ge) VHF 4 30 10 65 85 0,75
2 N 1179 | P-N-P (Ge) VHF 4 30 10 65 85 0,75
2 N 1180 | P-N~P (Ge) VHF 4 30 10 65 85 0,75
2 N 1183 | P-N-P (Ge) BF 10 45 3 A 1w 85 -




Dati Transistori 6° TR 11
DATI CARATTERISTICI
5 Ve Ig IcEo 2y G Py NOTE SIGLA
W) (mA) (pa) (MHz) (aB) (mW)

65 - - - 6 - - N 1152
200 - - - 7 - - N 1153
18 - - - - - - N 1154
18 - - - 8 - - N 1155
18 - - - 8 - - N 1156
100 - - - 140 15 - N 1177
40 - - - 140 17 - N 1178
80 - ~ - 140 - - N 1179
80 - - - 100 35 - N 1180
20 2 400 - 0,5 - - N 1183




12 Dati Transistori 6° TR
VALORI MASSIMI
siown | o | AR Jemmes T T
W (ma) (mW) (°c) | (°c/mw)

2 N 1183 A| P-N-P (Ge) BF 10 60 3 A 1w 85 -

2 N 1183B| P-N-P (Ge) VBF 10 80 3 A 1w 85 -

2 N 1184 { P-N-P (Ge) BF io 45 3A 1w 85 -

2 N 1184A| P-N-P (Ge) BF 10 60 3 A 1w 85 -

2 N 1184 B| P-N-P (Ge) BF 10 80 3 A 1w 85 -

2 N 1224 [ P-N-P (Ge) RF 3 40 10 100 85 0,5
2 N 1225 | P-N-P (Ge) RF 3 40 10 100 85 0,5
2 N 1226 | P-N~P (Ge) RF 3 60 10 100 85 0,5
2 N 1251 | N=P-N (Ge) BF 6 15 100 125 85 0,4
2 N 1264 | P-N-P (Ge) FI 4 20 10 40 75 1




Dati Transistori 6° TR 13
DATI CARATTERISTICI
5 Yo Ic Icro fd G Py NOTE SIGLA
) (mA) (pa) (MHz) (dB) (mW)
20 2 400 - 0,5 - - N 1183 A
20 2 400 - 0,5 - - N 1183 B
40 2 400 - 0,5 - - N 1184
40 2 400 - 0,5 - - N 1184 A
40 2 400 - 0,5 - - N 1184 B
60 12 1,5 - 30 - - N 1224
66 12 1,5 - 100 - - N 1225
60 12 1,5 - 30 - - N 1226
160 - - - 0,6 37 - N 1251
15 - - 750 - 15 - N 1264




14 Dati TransiStori 6° TR
VALORI MASSIMI
sia | rwo | AR | OO T T T Ty
W) (mA) (mW) (°C) [ (°C/mW)
2 N 1265 | P-N-P (Ge) BF 6 10 100 40 85 1,25
2 N 1266 | P-N-P (Ge) FI 6 10 10 65 85 0,75
2 N 1395 | P-N-P (Ge) RF 3 40 10 100 85 0,5
2 N 1396 | P-N-P (Ge) RF 3 40 10 100 85 0,5
2 N 1397 [ P-N-P (Ge) RF 3 40 10 100 85 0,5
2 N 1425 [ P~N-P (Ge) FI 4 24 10 65 85 0,75
2 N 1426 | P-N-P (Ge) RF 4 24 10 65 85 6,75
2 N 1431 | N-P-N (Ge) BF 6 25 100 150 75 0,25
2 N 1432 | P-N-P (Ge) BF 3 35 10 65 85 0,75
2 N 1479 | N-P-N (Ge) BF 3 60 1,5A 3,5W 85 -




Dati Transistori 6° TR 15
DATI CARATTERISTICI
5 Vo IC Icgo £ G Py NOTE SIGLA
) (mA) (na) (MHZ) (dB) (mw)

25 - - 100 0,6 - - N 1265
10 - - 100 - 20 - N 1266
90 12 1,5 - 30 - - N 1395
o] 12 1,5 - 100 - - N 1396
90 12 1,5 - 120 - - N 1397
- - - - 30 51 - N 1425
100 12 1 - - 45 - N 1426
110 - - 100 - - - N 1431
75 - - - 1,5 - - N 1432
15 4 200 - 1,5 - - N 1479




16 Dati Transistori 6° TR
VALORI MASSIMI
siaa | mwo | Amen o [ ST T T
W) (mA) (mW) (°c) | (°c/mw)
2 N 1480 | N-P-N (Si) BF 3 100 1,5A 3,5W 150 -
2 N 1481 | N~P-N (Si) BF 3 60 1,5A | 3,5W 150 -
2 N 1482 | N-P-N (Si) BF 3 100 1,5A | 3,5W 150 -
2 N 1483 | N-P-N (S1i) BF 10 60 3A |12,5W 150 -
2 N 1484 | N-P-N (8i) BF 10 100 3A |12,5W 150 -
2 N 1485 | N-P-N (S1) BF 10 60 3A |[12,5W 150 -
2 N 1486 | N-P-N (Si) BF 10 100 3A |12,5W 150 -
2 N 1487 | N-P-N (S1i) BF 1 60 6 A 50 W 150 -
2 N 1488 N=P-N (s1) BF 1 100 6 A 50 W 150 -
2 N 1489 | N-P-N (Si) BF 1 60 6 A 50 W 150 -




Dati Transistori 6° TR 17
DATI CARATTERISTICI
5 Ve Ic Icro fa G Py NOTE SIGLA
w) (mA) (HA) (MHz) (dB) (mwW)

35 4 200 350 1,5 - - N 1480
35 .4 200 350 1,5 - - N 1481
15 4 200 150 1,5 - - N 1482
15 4 750 225 1,25 - - N 1483
35 4 750 480 1,25 - - N 1484
35 4 750 480 1,25 - - N 1485
10 4 750 150 1,25 - - N 1486
10 4 1500 250 1 - - N 1487
10 4 1500 250 1 - - N 1488
25 4 1500 280 1 - - N 1489




18

Dati Transistori 6% TR

VALORI MASSIMI

siwa | mo | ATEA QO T T T T
4P (ma) (mW) (°c) | (°c/mW)

2 N 1490 | N~-P-N (S1) BF 1 100 10 A 50 W 150 -
2 N 1524 | P-N~P (Ge) FI 2 24 10 65 85 0,75
2 N 1525 | P-N-P (Ge) FI 11 24 10 65 85 - 0,75
2 N 1526 | P-N-P (Ge) RF 2 24 10 65 85 0,75
2 N 1527 | P-N-P (Ge) RF 11 24‘ 10 65 85 0,75
2 N 1631 | P-N~P (Ge) RF 11 34 10 65 85 0,75
2 N 1632 | P-N~P (Ge) RF 2 34 10 65 85 0,75
2N 1633 P-N~P (Ge) FI 11 34 10 65 85 0,75
2 N 1634 | P-N~P (Ge) RF 2 34 10 65 85 0,75
2 N 1635 | P-N~P (Ge) RF 11 34 10 65 85 0,75




Dati Tramsistori 6° TR 19
DATI CARATTERISTICI
5 Vo Ic IcEo 2y G Py NOTE SIGLA
w) (mA) (na) (MHz) (dB) (mW)

25 4 1500 280 1 - - N 1490
- - - - - 51 - N 1524
- - - - - 51 - N 1525
- - - - - 44 - N 1526
- - - - - 44 - N 1527
- - - - - 40 - N 1631
- - - - - 40 - N 1632
- - - - - 52 - N 1633
- - - - 52 - " N 1634

N 1635




20 Dati Transistori 6° TR
VALORI MASSIMI
sia | o | ARMer |emmm T T T
W (mA) (m¥) (°C) | (°C/m¥)
2 N 1636 | P-N-P (Ge) RF 2 34 10 65 85 0,75
2 8 00t | N-P-N (Si) RF 5 45 25 140 150 0,8
2 8 002 | N~P-N (Si) RF 5 45 25 140 150 0,8
2 $ 003 | N-pP-N (Si) RF 5 45 25 140 150 0,8
2 5 004 |N-P-N (Si) RF 5 45 25 140 150 0,8
2 § 017 | N-P-N (Si) BF-RF 5 60 200 3,8W | 200 -
2 5 018 | N-P-N (Si) BF~RF 5 100 200 3,8w | 200 -
34,000 P-N-P (Ge) RF 4 30 . 10 65 85 0,75
34,001 P-N~P (Ge) VHF 4 30 10 65 85 0,75
34,002 P-N-P (Ge) FI 4 30 10 65 85 0,75




Dati Transistori 6° TR 21
DATI CARATTERISTICI
5 Ve IC Icro fa G Py NOTE SIGLA
W) (ma) () (MHz) (dB) (mW)

- - - - - - - 2 N 1636
14 - - - 7 - - 2 S 001
28 - - - 9 - - 2 5 002
45 - - - 11 - - 2 $ 003
60 - - - 10 - - 2 S 004
20 - - - 5 - - 2 S 017
20 - - - 5 - - 2 S 018

- - - - 135 - - 34,000

- - - - 120 - - 34,001

- - - - 100 - - 34,002




22 Dati Transistori 6° TR
VALORI MASSIMI
siwa | mo | MG | oo | T T T
W (mA) (mW¥) °cy {(°c/mw)
34,003 | P-N-P (Ge) FI 4 30 10 65 85 0,75
CK 721 | P-N-P (Ge) BF 12 10 5 25 85 2
CK 722 | P-N-P (Ge) BF 12 10 5 25 85 2
CK 725 | P-N-P (Ge) BF 12 10 5 25 85 2
CK 751 | P-N-P (Ge) BF 13 10 5 25 85 2
CK 766 | P-N-P (Ge) RF 6 10 5 25 85 2
CK 768 | P-N~P (Ge) FI-RF 6 10 5 25 85 2
CK 790 | P-N-P (Si) BF 6 10 5 25 85 2
CK 791 | P-N-P (Si) BF 6 10 5 25 85 2
CK 793 | P-N-P (S1) BF 6 10 5 25 85 2




Dati Transistori 6° TR 23
DATI CARATTERISTICI
5 Ve Ic Icgo £y G Py NOTE SIGLA
) (ma) (1a) (MHz) (dB) (mW)

- - - - 100 - - 34,003
45 6 1 - 0,8 - - CK 721
22 6 1 - 0,6 39 - CK 722
90 6 1 - 1,2 - - CK 725
14 6 1 - 1,2 - - CK 751
45 6 1 - 10 - - CK 766

2 6 1 - 3,5 - - CK 768
14 6 1 - 0,4 - - CK 790
24 6 1 - 0,6 - - CK 791
16 6 1 - 0,8 - - CK 793




24 Dati Transistori 6° TR
VALORI MASSIMI
sia | mwo [ AL jedmmes i T
82 (mA) (m¥) o) (°C/mW)
CK 870 | P-N~P (Ge) BF 13 10 5 25 85 2
CK 871 | P-N-P (Ge) BF 13 10 5 25 85 2
CK 882 | P-N-P (Ge) BF 6 10 5 25 85 2
CK 888 | P-N~P (Ge) BF 6 10 5 25 85 2
DT 80 P-N-P (Ge) BF 14 80 13 A - 95 -
H1 P~N~P (Ge) BF 15 60 800 9 W 85 -
H 2 P-N-P (Ge) BF 15 60 1,4A 9w 85 -
H 3 P-N-P (Ge) BF 15 60 350 2,5W 85 -
H 4 P-N-P (Ge) BF 15 50 500 2,5W 85 -
ST 10 N-P-N (81) FI~BF 5 15 30 200 150 0,55




Dati Transistori 6° TR 25
DATI CARATTERISTICI
5 Vo Ic Icko ] fa c Py NOTE SIGLA
42 (ma) (na) (MHz) (dB) (mW)
10 6 1 - 0,5 - - CK 870
15 6 1 - 0,6 - - CK 871
90 6 1 - 1,2 - - CK 882
120 6 1 - 1,4 - - CK 888
42 2 5 A - - - - DT 80
15 - - - 0,15 - 5 W H1
54 - - - 0,4 - - CF-B 17W/| H 2
20 - - - 0,15 - 2 W CF-B 4,6W| H 3
30 - - - 0,4 - - CF-B 6 W H 4
13 - - - 8 - - ST 10




26 Dati Transistori 6° TR
VALORI MASSIMI

) (mA) (mW) c) (°c/mw)
ST 11 N~P-N (S1) FI-BF 5 15 30 200 150 0,55
ST 12 N-P-N (Si) FI-BF 5 15 30 200 150 0,55
ST 13 N-P-N (S1) FI1-BF 5 15 30 200 150 0,55
ST 14 N-P-N (Si) BF 5 15 30 190 200 0,85
ST 30 N-P-N (Si) FI-BF 5 30 30 200 150 0,55
ST 31 N-P-N (S1) FI-BF 5 30 30 200 150 0,55
ST 32 N-P-N (S1) FI-BF 5 30 30 200 150 0,55
ST 33 N-P-N (S1) FI-~BF 5 30 30 200 150 0,55
ST 34 N-P-N (S1) BF 5 30 30 190 200 0,85
ST 40 N-P-N (81) FI-BF 5 45 30 200 150 0,55




Dati Transistori 6° TR 27
DATI- CARATTERISTICI
. o Ie Iezo fo G Py NOTE SIGLA
) (mA) (1a) (MHzZ) (dB) (mW)
25 - - - 10 - - ST 11
50 - - - 11 - - ST 12
37 - - - 17 - - ST 13
130 - - - - - - ST 14
13 - - - 8 - - ST 30
25 - - - 10 - - ST 31
50 - - - 11 - - ST 32
37 - - - 17 - - ST 33
130 - - - - - - ST 34
13 - - - 8 - - ST 40




28 Dati Transistori 6° TR
VALORI MASSIMI
SIGLA TIPO toxr | “Sront Ver Ic 8 Ty K
w (mA) (mW) °0 (°c/mw)
ST 41 N-P-N (Si) FI-BF 5 45 30 200 150 0,55
ST 42 N-P-N (Si) F1-BF 5 45 30 200 150 0,55
ST 44 P-N~P (Ge) RF 5 18 10 65 85 0,75
ST 400 N-P-N (Si) BF 16 60 5 A 0 W 200 -
ST 401 N~P-N (Si) BF 16 45 5 A 40 W 200 -
ST 402 N-P~N (Si) BF 16 60 3 A 20 W 200 -
ST 403 N-P-N (Si) BF 16 45 3 A 20 W 200 -
ST 903 N-P-N (Si) FI-BF 6 30 30 150 150 0,75
ST 904 N-P-N (Si) FI-BF 6 30 30 150 150 0,75
ST 904 A| N-P-N (S1) FI-BF 6 30 30 150 150 0,75




Dati Transistori 6° TR 29
DATI CARATTERISTICI
. Yo Ic Tezo £y G Py NOTE SIGLA
W) (mA) (nA) (MHz) (aB) (mW)

25 - - - 10 - - ST 41
50 - - - 11 - - ST 42
60 12 0,5 - 30 47 - ST 44
15 12 2 A - - - - ST 400
20 12 2 A - - - - ST 401
15 12 2 A - - - - ST 402
15 12 2 A - - - - ST 403
16 - - - 7 - - ST 903
30 - - - 9 - - ST 804
65 - - - 11 - - ST 904 A




30 Dati Transistori 6° TR
VALORI MASSIMI
siwa | meo | APHGH |eomes [
w (nA) (m¥) (°c) | (°C/mW)
ST 905 | N-P-N (S1) FI-BF 6 30 30 150 150 0,75
ST 910 .N-P-—N (81) FI-BF 6 30 30 150 150 0,75
ST 1026 | N-P-N (S1) BF 5 6 5 30 150 4
ST 1050 | N-P-N (Si) BF 5 6 5 30 150 4
ST 1051 | N~P~N (Si) BF 5 6 5 30 150 4
TS 10 N-P-N (Si) BF 17 30 2 A 12 W 150 -
TS 11 N=P=N (Si) BF 17 60 2 A 12 W 150 -
TS 12 N-P-N (Si) BF 17 100 2 A 12 W 150 -
TS 13 N-P-N ‘(Si) BF 17" 150 2 A 12 W 150 -
TS 14 N-P-N (Si) BF 17 200 2 A 12 W 150 -




Dati Transistori 6° TR 31
DATI CARATTERISTICI
5 e Ic IcEo to G Py NOTE SIGLA
W (mA) (Ha) (MHz) (dB) (mW)

65 - - - 10 - - ST 905
140 - - - 11 - - ST 910
20 - - - 5 - - ST 1026
25 - - - 5 - - ST 1050
25 - - - 5 - - ST 1051
10 2 2 A - 0,3 - - TS 10
10 2 2 A - 0,3 - - TS 11
10 2 2 A - 0,3 - - TS 12
10 2 2 A - 0,3 - - TS 13
10 2 2 A - 0,3 - - TS 14




32 Dati Transistori 6° TR
VALORI MASSIMX

T T [l ol s I s R

. W) (mA) (m¥) (°c) (°c/mw)
TS 16 N~P-N (Si) BF 17 250 2 A 12 W 150 -
TS 16 N-P-N (Si) BF 17 300 2 A 12 W 150 -
TS 20 N=-P-N (81) BF 17 30 5 A 12 W 150 -
TS 22 N-P~N (Si) BF 17 100 5 A 12 W 150 -
TS 25 N-P-N (Si) BF 17 250 5 A 12 W 150 -
TS 615 | P-N-P (Ge) BF 6 45 50 85 85 0,6
TS 619 | P-N-P (Ge) BF 6 25 50 85 85 0,6
TS 620 | P-N~P (Ge) BF 6 25 50 85 85 0,6
TS 621 | P-N-P (Ge) BF 6 25 50 85 85 0,6
TS 630 | P-N-P (Ge) BF 6 45 50 85 85 0,6




Dati Transistori 6° TR

33

DATI CARATTERISTICI

B Ve Ic Icro fo G Py NOTE SIGLA
W (mA) (1a) (MHz) (aB) (W)
10 2 z A - 0,3 - - TS 15
1 | 2 2 A - 0,3 - - TS 16
0 2 5 A - 0,3 - - TS 20
1 2 5 A - 0,3 - - TS 22
0 2 5 A h 0,3 - - TS 25
28 B - - 1 - - TS 615
% ) - - 1 - - TS 619
™ i B - 1 - - TS 620
100 ) h - 1 - - TS 621
% ) B - L - - TS 630




Dati Transistori 6° TR

INVOLUCRO
" PUNTO Q\
ROSSO
INVOLUCRO
2 3 4
B o
E— c E,l c E/\C ’\ PUNTO
‘ROSSO
INVOLUCRO
6
B = BASE C=COLLETTORE E=EMETTITORE $=SCHERMO




Dati Transistori 6° TR 35 .

PUNTO COLORATO
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Corso TR (transistori) PER CORRISPONDENZA



CORSO TRANSISTORI
Dati Transistori 7°

(24)

Nella prima parte di questa dispensa sono riportate le caratteristiche elettri-
che dei transistori per apparecchiature elettroniche industriali, che non sono uti-
lizzati per equipaggiamenti di apparecchi radio.

" Sono elencati per primi i transistori della serie europea e poi quelli della
serie americana,

Per stabilire se un transistore appartiene all'una od all'altra serie & suffi-
ciente ricorrere alla tabella di fig. 1 di pag. 11 della 1a lezione di Dati Transil-
stori,

Per il significato dei simboli e delle voci che si trovano in testa a ciascuna
colonna delle tabelle ¥ valido quanto & stato detto nell'introduzione alla prima

raccolta,

Occorre fare solo una precisazione circa le indicazioni delle condizioni di im-
piego contenute nella colonna 3, contrassegnata con Applicazioni

Le varie utilizzazioni possibili sono :

UG transistore per usi generali industriali ;



2

BV transistore per calcolatori
ne ;

MV transistore per 'calcolatori
ne ;

AV transistore per calcolatori
ne.

Per quanto riguarda le connessioni
raccolta, al termine delle tabelle sono

Dati Transistori 7° TR

elettronici a bassa velocitd di commutazio-
elettronici a media velocitd di commutazio-
elettronici ad alta velocifé di commutazio-

allo zoccolo dei transistori della presente
riportati gli schemi relativi.

Passiamo ora all'elencazione dei transistori della serie europea, prodotti

dalle seguenti Case :

‘General Electric Company ;
Philips ;
Telefunken ;

Societa Generale Semiconduttori (S.G.S.).
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(3a Parte)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI TRANSISTORI PER ELETTRONICA DELLA SERIE EUROPEA
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‘ ' VALORI MASSIMI
| onmo | ATLIGH| QoM
W (mA) (mW¥) °c) (°c/mw)
-GET 110 | P-N-P (Ge) By 1 40 1A 440 85 0,11
GET 120 | P-N-P (Ge) BV 1 30 1A | 440 85 0,11
' GET 871 | P-N-P (Ge) BV 2 12 25 50 70 0,7
GET 872 | P-N-P (Ge) BV 2 10 25 50 70 0,7
oc 22 P-N-P (Ge) AV. 3 24 14 8 W 75 -
oc 23 P-N-P (Ge) AV 3 24 1A 8 W 75 .-
oc' 24 P-N-P (Ge) AV 3 24 | 1 A 8 W 75 -
oc 28 P-N-P (Ge) { = BV 3 60 6 A 10 W 80 [ -
oc 29 P-N-P (Ge) BV 3 32 6 A 10w 90 -
oc 35 | P-N-P (Ge) . BV 3 - 32 6A | 10w 90 -
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DATI CARATTERISTICI
. Ve To Texo ty N Py NOTE SIGLA
%) (mA) (a) - | (mz) (dB) (u)

20 - - - 1,1 - - GET 110
20 - - - 1,4 - - GET 120
30 1 25 - 5 - - GET 871
60 1 25 - 10" - - GET 872
150 - - - 2,5 - - oc 22
150 - - - 2,5 - - oc 23
150 - - - 2,5 - - oc 24
32 - - - 0,2 - - oc 28
20 - - - 0,2 - - oc 29
50 - - - 0,2 - - oc 35
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VALORI MASSIMI

200

sin | o | A |comme
: w) (mA) (m¥) °o (°C/mw)
0C 36 | P-N-P (Ge) BY 3 32 6A | 10W 90’ -
0C 46 | P-N-P (Ge) AV 4 20 125 65 75 0,62
0C 47 | P-N~P (Ge) AV 4 20 125 65 75 0,62'
. OC 76 | P-N-P (Ge) BV 4 32 250 130 75 | -0,3
oC 77 | P-N~P (Ge) BV 4 60 250 | 130 75 0,3
oC 80 | P-N-P (Ge) BV 4 32 600 | 450 75 0,09
0C 139 | N-P-N (Ge) AV 5 20 250 80 75 0,5
0C 140 | N-P-N (Ge) AV 5 20 250 80 75 0,5
0C 141 | N-P-N (o) AV 5 20 250 80 75 0,5
oc P-N-P (Si) UG -4 25 50 | 230 150 0,5
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DATI -CARATTERISTICI .
. Yo o Tezo o o Y NOTE SIGLA
%) @ | A | omz) | @ | @
70 - - - 0,2 - - oc 36
80 - - - 3 - - oc 46
200 - - - 5,5 - - oc 47
45 - - - 0,9 - - oc 76
52 - - - 0,9 - - oc 77
85 - - - 2 - - oc 80
45 - - - 3,5 - - oc 139
75 - - - 4,5 - - oc 140
150 - - - 9 - - oc 141
20 - - - 1 - - oc 200
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N VALORI MASSIMI
s | o | Amea oo T

‘ ' - W) (mA) (W) (°C) " | (°C/mW)
oc 201 | P-N-P (Si) uG 4 25 | s0 230 150 0,5
2G 395 | P-N-P (Ge) AV 6 15 | 200 130 100 0,5
26 396 | P-N-P (Ge) AV 6 20 200 130 | 100 0,5
2G 397 | P-N-P (Ge) AV 6 15 200 130 100 | o5
2G 524 | P-N-P (Ge) BV ' 6 30 500 185 85 0,27
°2G 525 | P-N-P (Ge) BV 6 | 30 | 500 185 85 0,27
26 526 P-N-P (Ge) BV 6 30 500 185 85 0,27
2G 527 | P-N-P (Ge) BV 6 30 500 185 85 0,27
2G 1024 | P-N-P (Ge) UG 6 10 500 185 | 85 0,27
261025 | P-N~-P (Ge) UG 6 40 500 185 85 0,27




Dati Transistori 7° TR

DATI CARATTERISTICI
6 Ve Ic Iego fq o Py NOTE SIGLA
w (mA) (1) (MHz) (dB) (mW)

30 - - - - - - oc 201
20 1 10 - .3 - - 2G 395
30 1 10 - 5 - - 2G 396
40 1 10 - 10 - - 2G 397
35 1 20 - 2 - - 2G 524
52 1 20 - 2,5 - - 2G 525
73 1 20 - 3 - - 2G 526
91 1 20 - 3,3 - - 2G 527
19 1 20 - 0,8 - - 2G 1024
34 1 20 - 1 - - 2G 1025
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Terminata la raccolta delle caratteristiche elettriche dei transistori per ap-
plicazioni elettroniche di costruzione europea, passiamo alla elencazione del tran-
sistori della serie americana

I transistori riportati nelle tabelle seguenti sono prodotti dalle seguenti Ca-
se americane :

' Bendix ;

CBS - Hytron ; i

General Electric ;

General Transistor ;

Minneapolis ~ Honeywell ;

RCA - Radlo Corporation of America ;
Raytheon ;-

Sylvania ;

Tung-Sol ;

sono inoltre prodotti dalla Ates e dalla Fivre su licenza americana,



DATI TRANSISTORTI

(4a Parte)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI TRANSISTORI PER ELETTRONICA DELLA SERIE AMERICANA
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12
. VALORI MASSIMI
s | o | A e
42 (mA) (mW) (°c (°c/mw)

2 N 269 |P-N-P (Ge) |  mv 7 25 100 | 100 85 0,5
2 N 312 | N~P~N (Ge) M 8 15 200 85 - 0,6
2 N 356 | N-P-N (Ge) MV 8 18 500, 85 | 85 0,6
2 N 357 | N-P-N (Ge) MV 8 15 500 85 85 0,6
2'N 358 | N-P-N (Ge) MV 8 12 500 85 85 0,6
2 N 358A | N-P-N (Ge) MV 8 20 500 130 _100' 0,5
2N 377 | N-P-N .(Ge) MV’ 8 20' 200 130 100 0,5
2 N JITA | N-P-N (Ge) MV 8 20 200 130 100 0,5
2 N 385 [N-P-N (Ge) MV 8 25 200 130 100 0,5
2 N 388 | N-P-N (Ge) MV 8 20 130 100 0,5

200
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DATI CARATTEEISTICI
5 Ve Ic Icro £oy G Py NOTE SIGLA
. 4] (mA) (na) (MHz) (dB) (m\¥)

40 1,5 20 - 12 - - N 269
50 | - - 750 - - - N 312
35 - - 850 3 - - N 356
35 - - 850 6 - - N 357
35 - - 850 9 - - N 358
25 - - 1850 - - - N 358 A
40 - - 400 - - - N 377
40 - - 1600 - - - N 377A
70 - - 700 4 - - N 385
120 - - 1200 - - - N 388
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VALORI MASSIMI
stoa. | o | ApmIch |comme: |
: ) (mA) (m¥) “cy (°c/mw)
2 N 388 A| N-P-N (Ge) MV 8 20 200 v13‘0 100 0,5
2 N 396 | P-N-P (Ge) My 8 20 200 | 130 100 0,5
2 N396A P—N—-l.’ kGe) MV 8 20 200 130 100 0,5
2 N 398 P-N-P (Ge) BV 9 105 ‘ iOO 40 85 1,25
2 N 404 | P-N-P (Ge) MV 10 25 100 100 85 0,5
2 N 414 P~N~P (Ge) MV 8 15 2007 125 85 0,4
2 N 425 P-N-P (Ge) MV 8 20 400 125 85 0,4
2 N 426 P-N-P (Ge) MV 8 18 400 125 85 0,4
2 N 427 ‘P-N-P (Ge) MV 8 15 400 125 85 0,4
2 N 428 P-N~P (Ge) MV 8 12 400 f'35 0,4

125
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DATI CARATTERISTICI
. Ve Te T | - % o Py NOTE SIGLA
(4'2] (mA) (na) (MHz) (dB) (m¥W)

120 - - - - - - N 388 A
30 - - 540 5 - - N 396
90 - - 540 5 - - N 396 A
€0 0,35 5 - - - - N 398
- 6 1 - 12 - - N 404
60 - - 300 5 - - N 414
30 - - 750 2,5 - - N 425
45 - - © 1100 3 - - N 426
60 - - - 1500 5 - - N 427
60 - - 600 10 - -

N 428
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: VALORI MASSIMI
o | om0 | AT | e |
w) (mA (mW) (°cy [(°c/mw)
2 N 438 | N-P-N (Ge) MV 8 25 200 125 85 0,4
2 N 438 A| N-P-N (Ge) MV 8 25 200 85 85 0,6
2 N 439 | N~P-N (Ge) My 8 30 200 125 85 0,4
2 N 440 | N-P-N (Ge) MY 8 15 200 85 85 0,6
2 N 440A | N-P-N (Ge) MV s 25 200 165 85 0,3
2 N 519 | P=N-P (Ge) MV 8 25 200 85 | 100 0,75
2 N 520 | P-N-P (Ge) MY 8 20 200 125 85 0,4
2 N 556 | N-P-N (Ge) MV 8 20 200 85 85 0,6
2 N 557 | N=P=N (Ge) | MV 8 20 200 85 85 0,6
2 N 558 | N-P-N MV 8 15 200 85 85 0,6

(Ge)
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DATI CARATTERISTICI -
. Vo Ic Tego to G Py NOTE SIGLA
) (mA) (na) (MHz) (dB) (m¥W)

20 - - 200 - - - N 438
13 - - - - - - N 438 A
30 - - 300 5 - - N 439
40 - - 400 10 - - N 440
40 - - 400 - - - N 440 A
27 - - 65 - - - N 519
20 - - 500 3 - - N 520
38 - - 950 - - - N 556
.20 - - 500 - - - N 557
20 - - - - - N 558

300
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" VALORI MASSIMI
sion | mwo | Mmen foomms e e
) (mA) (mW) °c) (°c/mw)
2 N 576 | N-P-N (Ge) UG .8 20 400 "175 100 0,37
2 N 576 A | N=P-N (Ge) e 8 40 400 175 100 0,37
2:N 578 | P-N-P (Ge) MV 9 20 400 100 85 0,5
2 N 579 | P-N~P (Ge) MY 9 20 400 100 85 0,5
2 N 580 P-N-P (‘Ge) AV 9 25 400 100 85 0,5
2 N 581 P-N-P (Ge) MV 10 18 100 100 85 0,5
2 N 5.82. P-N-P (Ge) AV 9 25 100 100 85 0,5
2 N 583 P-N-P (Ge) MV 7 18 100 100 85 0,5
2 N 584 | P-N-P (Ge) AV 7 25 100 100 85 0,5
2 N 585 N-P-N (Ge) MV 9 25 200 100 85 0,5
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DATI CARATTERISTICI
5 Ve Ic Icgo £y ‘G Py NOTE SIGLA
) (mA) (HA) (MHz) (dB) (mW)

'40 - - 800 - - - N 576
40 - - 1600 - - - N 576 A
15 0,3 400 - 5 - - N 578
30 0,3 400 - 8 - - N 579
45 0,3 400 - 15 - - N 580
30 0,3 20 - 8 - - N 581
60 0,2 . 20 - 18 - - N 582
30 0,3 20 - 8 - - N 583
60 0,2 20 - 18 - - N 584
40 0,2 20 - 5 - - N 585
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VALORI MASSIMI
o | wmo | MG |
[4'2) (mA) (mW) (°c) (°C/mW)
2 N 586 | P-N-p (Ge) BV i1 45 250 210 85 0,24
2 N 587 | N-P-N (Ge) MV '8 a0 200 | 115 85 0,45
2 N 643 | P-N~P (Ge) AV 10 30 100 160 85 0,5
2 N 644 | P-N-P (Ge) AV 10 30 100 100 85 0,5
2 N 645 | P-N-P (Ge) AV 10 30 100 | "100 85 0,5
2 N 677 | P-N~P (Ge) BV 3 30 15A | 45w | 100 -
2 N677A| P-N-P (Ge) BV 3 40 154 | 45w | 100 -
2 N677 B | P-N-P (Ge) BY -3 70 | 15A | 45% | 100 -
2 N677C| P-N-P (Ge) BV 3 %0 15A | 45w | 100 -
2 N 678 | P-N-P (Ge) BV 3 30 15A | 45w | 100 -
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DATI CARATTERISTICI
5 Vo Ic Icgo fa G Py NOTE ‘ SIGLA
W) (mA) (pA) (MHZ) (aB) (mW¥)

55 0,5 250 - - - - 2 N 586
20 - 1000 - - - - 2 N 587
45 7 5 - 30 - - 2 N 643
45 7 5 - 50 - - 2 N 644
45 7 5 - 75 - - 2 N 645
40 - - 800 - - - 2 N 677
40 - - 800 - - - 2 N677TA
40 - - 800 - - - 2 N6T7TB
40 - - 800 - - - 2 N677C
75 - - 1560 - - - N 678
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22
VA‘LOR‘I MASSIMI
siowa | o | APEMOM |oommS | T
: ) (mA) (mW) °c) (°c/mW)-

2 N678 A p-—ix—P (Ge) BV 3 40 15A | 45 W 100 -

2 N 678 B| P-N-P (Ge) BV 3 40 15 A ‘ 45 W 100 -

2 N 679 | N-P-N (Ge) T MV { 8 20 200 125 85 0,4
2 N 1000 | N-P-N (Ge) MV 8 30 200 125 85 0,4
2 N 1073 B| P-N-P (ée) BV 3 120 10 A 30 w‘ 100 -

2 N 1090 | N-P-N (Ge) MV 9 25 400 100 és 0,5
2 N 1091 | N-P-N (Ge) MV 9 25 400 100 85 0,5
2 N 1114 | N-P-N (Ge) MV 8 15 200 120 100 0,55
2 N 1218 VN—_P-N (Ge) BV 3 45 2 A 5 W 85 -
2 N 1299 | N-P-N (Ge) MV 8 20 200 120 | 100 . 0,55
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DATI CARATTERISTICI
. Vo N & N Py NOTE SIGLA
) (mA) (bA) (MHz) (dB) . (m¥)

75 - - 1500 - - - N 678 A
75 - - 1500 - - - N 678 B
20 - - 500 - - - N 679
25 - - 370 - - - N 1000
40 - - 400 - - - N 1073B
50 0,2 20 - 7 - - N 1090
70 0,2 20 - 13 - - N 1091
110 - - - 7 - - N 1114
75 - - - - - - N 1218
70 - - - - - - N 1299
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, : VALORI MASSIMI
siaLA- 4 TIRO Agll)g;(l:é‘ cgr;ggi— VeE Ic P& Ty K
W) (mA) (my) °C) (°c/mw)
2 N 1300 | p-N-P (Ge) | AV 10 13 100 125 85 | 0,4
2 N 1301 [ P-N-P (Ge) av 10 13 100 125 | ss 0,4
2 N 1302 N-PN (Ge) My 8 25 300 130 00 0,5
2 N 1304 | N-P-N (Ge) My 8 25 300 130 100 | -0,5
2 N 1306 N-P-N (Ge) mv | s 25 300 | 130 100 0,5
2 N 1308 | N-P-N (Ge) My 8 25, 300 130 100 0,5
2 N 1372 | P-N-P (Ge) BV 8 15 200 130 100 0,5
2 N 1373 | P-N-P (Ge) BV 8 25 200 130 w0 | o,5
2 N 1374 | P~N-P (Ge) BV 8 15 200 130 100 0,5
2 N 1375 | P-N~P (Ge) BY 8 25 200 130 100 0,5
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DATI CARATTERISTICI
. Ve Ic Tego fy G Py NOTE SIGLA
) (mA) (pa) (MHz) (dB) (m¥)
50 0,3 10 - 40 - - N 1300
50 0,3 10 - 60 - - ) N 1301
20 - - - 3 - - N 1302
40 - - - 5 - - N 1304
60 - - - 10 - - N 1306
80 - - - 15 - - N 1308
60 - - 600 1,5 - - N 1372
60 - - 600 1,5 - - N 1373
100 - - 1000 2 - - N 1374
- - 1000 2 - - N 1375

100
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__'Inizia ora la raccolta delle caratteristiche elettriche di altri dispositivi a
semiconduttori, assai numerosi, che trovano applicazione sia nelle apparecchiature
radio sia nelle apparecchiature elettroniche industriali : i diodi,

Nella classificazione dei diodi si & seguito, come per i transistori, un ordi-
e numerico ed alfabetico in modo da rendere sicura e rapida la ricerca ; sono elen-
cati per primi i diodi della serie europea e poi quelli della serie americana,

Per stabilire se un diodo appartiene all'una od all'altra serie & sufficiente
ricorrere alla tabella di fig, 1, dove sono riportate in ordine alfabetico e numeri-
co le sigle inizlali dei vari tipl e la serie di appartenenza,

~ I dati caratteristici sono elencati in tabelle suddivise in otto colonne, in te-
sta a ciascuna delle quali & riportata una voce od un simbolo, di cul ora preciseremo
il significato.
Colonna 1 : Sigla
Per facilitare la consultazione, le sigle dei vari diodi sono elencate in ordi-
ne alfabetico per i semiconduttori della serie europea e numerico se .si tratta di com-
ponenti della serie americana,

Colonna 2 : Applicazioni

Ogni diodo ha una condizione di impiego ben definita ; le varie applicazioni pos-
sibili sono : '
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SIGLA INIZIALE SERIE SIGLA INIZIALE SERIE
AAY Europea SFD i Europea
AAZ ' Europea SFR Europea
BA vEuropea 1EA . Americana
BY . Europea : 1G ‘Europea
BYZ Europea 1N Americana
GEX . Europea 1S A Europea
OA Europea 1 cifra/1 cifra Europea
0AZ Europea 1 cifra/2 cifre Europea

TABELLA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SERIE DI APPARTENENZA DEI DIODI

Fig, 1
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(o] diodo per calcolatori H

MA diodo .rivelatore per onde modulate in ampiezza ;

MF diodo rivelatore per onde modulate in frequenza ;

P diodo raddrizzatore di potenza ;

S diodo per commutazione ;

TV diodo rettificatore per alimentazione di televisori ;
UG diodo per usi generali ;

UHF diodo per conversione-miscelazione UHF ;

U1 diodo per usi industriali diversi ;

Video diodo rivelatore video,

- Colonna 3 : Connessioni
I numeri riportati in qhesta colonna si riferiscono ai vari tipi di connessioni

rappresentate nelle figure al termine della lezione,

Nelle colonne dalla quarta alla settima sono riportate le caratteristiche elet-
triche, valori massimi, dei vari diodi, per una temperatura ambiente di 25 °C ; esa-
miniamole ad una ad una,

Colonna 4 :A—VD

Indica il massimo valore di picco ammissibile delia tensione inversa, espresso
in V, ’ o
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Colonna 5 : Ip

Indica il massimo valore efficace ammissibile della corrente diretta, espresso
in mA, .
Colonna 6 : -Ip

Indica il massimo valore ammissibile della corrente inversa, espresso in pA ; i

valori indicati si riferiscono al valore della tensione inversa riportato fra paren-
tesi nella stessa colonna,
Colonna 7 : Tamb

Indica 1l valore massimo della temperatura ahbiente, espresso in gradi centigra-
di, oltrepassato il quale il diodo viene danneggiato irreparabilmente.

Per alcuni semiconduttori & stato indicato il valore massimo della temperatura
della giunzione, Ty , riportandolo nell'ottava colonna,

Colonna 8 : Note

Tale colonna & riservata per riportare particolari valori che non possono eése-
re raccolti nelle altre colonne, ‘

La classificazione dei diodi & fatta tenendo conto del tipo (se al germanio od
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al silicio).

Iniziamo la raccolta con i semlconduttori al germanio della serie europea pro-
dotti dalle seguenti Case :

Philips ;

General Electric Company ;

Mullard ;

Telefunken ;

Mistral ;

Societd Generale Semiconduttori (S5,G.S. ) H
Tekade,

Fard seguité la raccolta dei diodi della serie americana pfodotti dalle seguen-
ti Case @

General Electric ;

Raytheon ; '

RCA - Radio Corporation of America ;
Sylvania ; :
Ates e Fivre su licenza americana.



DATI TRANSISTORI
(5a Parte)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI DIODI AL GERMANIO DELLA SERIE EUROPEA
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VALORI MASSIMI -

APPLICA- CONNES - -
SIGLA ZIONI SIONI -Vp Ip -Ip Tamb NOTE
: W (mA) (pA) (°c)
AAZ 15 UG 1 75 80- | 0,6 (1,5) 60
GEX 34 Video 2 60 100 5 (10) 70
GEX 35 UG 3 30 100 35 (10) 70
GEX 36 UG 4 - 100 100 (10) 70
GEX 37 UG 5 - 100 100 (10) 70
GEX 39 UG 6 - 100 100 (10) 70
GEX 45/1 UG 7 75 100 200. (50) 70
GEX 54 UG 2 100 100 3 (10 70
GEX 58 UG 2 - 100 10 (10) 70
GEX 64 UG 8 - 100 160 (1) 70
GEX 66 UHF 9 - 100 50 (1) 70
GEX 541 P 10 80 10 A 25 mA (80) 70
OA 5 UG 11 50 130 0,8 (1,5) 75
OA 31 P 12 85" 12 A |° 25 (1,5) - Ty = 75%
0A 70 Video 13 22,5 50 5 (1,5) 75
O0A 72 MA 13 45 35 0,8 (1,5) 75
OA 73 Video 13 30 50 5 (1,5) 75
OA 79 MA 13 45 35 0,8 (1,5) 75
OA 81 UG 13 100 50 1,5 (1,5) 75
OA 85 UG 13 100 50 1,2 (1,5) 75
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VALORI MASSIMI
APPLICA- CONNES-
S16LA ZIONI SIONI -Vp Ip -Ip Tamb NOTE .
W (mA) (nA) (°c)
OA 90 Video 1 30 30 2,4 (1,5) 75
OA 91 UG 1 100 50 1,5 (1,5) 75
0A 95 UG 1 100 50 1,2 (1,5) 75
OA 150 UG 13 100 20 14 (10) 60
0A 159 UG 13 30 5 32 (10) 60
OA 160 Video 13 15 5 62 (10) 60
OA 161 UG 13 130 20 27 (30) 60
. OA 172 MF 13 30 1,5 120 (30) 60
OA 174 UG 13 55 20 15 (5) 60
OA 182 UG 13 80 150 4,5 (10) 60
SFD 104 UG 14 25 30 6 (2) -
SFD 106 . Video 15 25 30 4 (2) -
SFD 107 MA 16 15 20 20 (5) -
SFD 108 UG 17 115 30 1,9 (1) -
SFD 110 uG 18 45 30 (0,65 (0,1) -
SFD 111 MF 19 24 30 2 (2) -
SFD 112 uG 20 40 20 3 (1) -
SFD 115 MF, 21 45 30 1,5 (0,4)
SFD 117 UHF 22 2 25 - -
SFR 105 P 23 100 800 {7 mA (100) 60
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" siGLA

APPLICA~

CONNES ~

" VALORI MASSIMIK

ZIONI SIONI -Vp Ip -Ip Tamb NOTE
) (mA) (up) (°0)
SFR 106 P 23 50 1,2 A | 7 mA (50) 60
1G 20 UG 24 110 40 7 (10) -
1621 uG 24 130 50 6 (10) -
1G22 uG 24 65 40 20 (10) -
1G 25 UG 24 100 28 1,3 (1) 65
1626 UG 24 120 30 1,2 (1) 65
1 G 27 MA 24 65 25 . 1,4 (1) 65
1G 80 MA -MF 24 90 35 14 (10) -
1G 90 Video 24 45 35 20 (5) -
1G 91 Video 24 35 " 40 40 (5) -
1G 92 Video 24 27 35 80 (5) -
1,5/20 UG 25 200 1,5 800 (200) -
2,5/15 uG 25 150 2,5 800 (150) -
'4/10 UG 25 100 -4 500 (100) -
4/12 UG 25 120 4 500 (100) -
5/2 Video 25 25 5 200 (10) -
5/4 MA 25 40 5 800 (30) -
"5/5 MA 25- 45 5 130 (30) -
5/6 UG 25 60 5 500 (50) -
5/61 UG 25 60 5 100 (50) -




DATI TRANSISTORTI

(6a Parte)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI DIODI AL GERMANIO PER ELETTRONICA DELLA SERIE EUROPEA
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VALORI MASSIMI

i APPLICA- | CONNES-
SIGLA ZIONI SIONI -Vp Ip -Ip Tamb NOTE

4 (mA) (pA) c)

AAY 11 c 1 90 35 1,3 (1,5) 60 .

AAZ 13 s 1 8 30 15 (3) - Ty = 75°

AAZ 17 s 1 50 45 1,5 (1,5) 60.

AAZ 18 8 1 20 95 | 0,6 (1,5) 60

OA 7 8 11 25 80 | 0,4 (1,5 75

OA 9 ] 11 25 160 | 0,7 (1,5) 75

OA 47 8 1 25 ,45 | 0,6 (1,5) 60

OA 86 c 13 90 35 1,3 (1,5) 60

0A 86 C c 26 90 35 1,3 (1,5) 60

OA 92 c 1 15 16 | 0,5 (1,5 75

OA 180 S 13 20 120 12 (5) 60

OA 186 c 26 60 10 8 (20) 60

SFD 105 C 27 30 30 15 (5) -

16 30 Ul 11 70 180 10 (10) -

16 31 U1 11 100 200 5 (10) -

1 G 50 c 24 65 110 11 (10) -

16 51 c 24 75 140 9 (10) -

16 52 uI 24 35 60 21 (10)- -

1 G 53 uI 24 35 110 21 (10) -

16 60 s 24 100 35 8 (10) -




DATI TRANSISTORI

(7a Parte)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI DIODI AL GERMANIO DELLA SERIE AMERICANA
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VALORI MASSIMI

100 (10)

APPLICA- | CONNES~
S1GLA ZIONI SIONI -vp 1p -Ip Tamb NOTE
V) (mA) (pA) °0
1N 34 A UG 25 60 50 30 (10) 90
1 N 34 AS UG 28 60 50 30 (10) 90
1N 38 UG 29 100 50 5 (3) 75
1 N 39 UG 29 200 50 200 (100) 75
1N 48 UG 29 70 50 830 (50) 75
1N 51 UG 29 40 25 1,3 mA (40) 75
1 N 52 UG 29 70 50 150 (50) 75
1N 54 UG 29 35 50 10 (10) 75
1N 55 UG 29 150 50 . | 10 (10) 75
1 N 56 UG 29 - 40 60 | 300 (30) 75
1N 58 UG 29 100 50 800 (100) 75
1N 60 Video 25 50 - - )
1N 64 video 25 " 20 - - 75
1N 66 UG 29 60 50 50 (10) 100
1N 69 UG 29 60 - 40 50 (10) 75
1N 75 UG 29 100 50 50 (50) 75
1N 198 UG 30 80 30 1,7 (1) 75
1 N 295 MA 28 40 30 180 (10) 100
1N 295 A Video 28 40 30 200 (10) 90
1 N 805 MA 28 40 35 90




DATI TRANSISTORTI

(8a Parte)

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE DI DIODI AL GERMANIO PER ELETTRONICA DELLA SERIE AMERICANA
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VALORI MASSIMI

APPLICA- | CONNES-
SIGLA ZIONI SIONI -Vp Ip -Ip Tamb NOTE
W) (mA) - (ud) (°c)
1N 115 c 25 €0 25 - 90
1N 119 ¢ 25 60 25 - 90
1 N 120 c 25 60 25 - - 90
1N191 c 28 90 30 - 90
1 N 192 c 28 60 25 - 90
1 N 270 c 28 80 90 | 100 (50) 90 .
1 N 276 c 28 50 40 20 (10) 90
1 N 279 c 28 30 80 | 200 (20) 80
1 N 281 c 28 75 75 30 (10) 90
1 N 417 c - 25 60 60 - 70
1 N 418 c 25 60 16 - 70
1 N 419 c 25 80 60 - 70 -
1 N 455 c 25 30 100- 30 (30) 75
1 N 571 c 25 15 - 100 (10) 75
1 N 636 c 28 60 30 10 (10) 90
1 N 770 c 28 20 40 .| 40 (10) 90
1 N 1093 c 25 15 50 | 25 (5 75




. DATI - TRANSISTORI

(9a Parte)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI DIODI AL SILICIO DELLA SERIE EUROPEé
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Dati Transistori 7° TR

VALORI MASSIMI

stata | MO Sromt | v | 1 | o | temy | MO

W) (mA) (ua) (°C)

BA 100 UG 1 60 100 - 90

BY 100 TV 31 _800 5a |0,5 (5 70

BYZ 14 P 32 200 100 A | 500 (5) - Ty = 150°

OA 200 UG - 1 50 125 | 0,02 (50) 125

oA 202 UG 1 150 125 | 0,01 (150) 125

OA 210 ™V 31 400 5 A 10 (5) 70

oA 211 T™v 31 800 4 A 2,5 (5) 60

0A 214 v 31 700 5 A 10 (5) 70

18 205 UG 24 50 70 0,1 (50) 125

18 216 UG 24 100 70 0,1 (100) 125
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VALORI 'MASSIMI
o | Ao | comaee | S o
) (ma) (pA) (°c)
18 220 UG 24 200 65 6,1 (200) 125
18 230 UG 24 300 - 65 | 0,1 (300) | 125
18 536 P 33 50 750 | 400 (50) 165
18 537 P 33 100 750 | 400 (100) 165
18 538 P 33 200 750 | 300 (200) 165
15 539 P 33 300 750 | 300 (300) 165 .
15 540 P 33 400 750 | 300 (400) 165
15 560 P 33 800 600 | 300 (800) 150
18 561 P 33 1000 600 150
18 1095 P 33 500 750 | 300 (500) 150
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APPLICA~

VALORI MASSIMI

33

stod | i | Sston | vp | 1
W) (mA) (ua) (°C)
8 1096 P 33 600 750 | 300 (600) 150
S 1691 P 33 50 600 500 (50) 115
S 1692 P 33 100 600 | 500 (100) 11'5
S 1693 P 33 200 600 500 (200). 115
S 1694 P 33 300 ' 600 500 (300) 115
S 1695 P 33, 400 600 500 . (400) 115
18 1696 P 33 500 600 500 (500) .115
18 1697 P 33 600 600 500 (600) 115
S 1699 P 33 800 450 500 (800) 115
1S 1700 P 1000 450 - 115




DAT]I TRANSISTORI

(10a Parte)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI DIODI AL SILICIO DELLA SERIE AMERICANA
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TR

VALORI MASSIMI

SIGLA A;l;g;;:/x- cgi;gﬁ?— -Vp Ip " -Ip Tamb NOTE
W (mA) (uA) (°0)
1 EA 60 P 34 600 750 | 100 (600) 100"
1 EA 70 P 34 700 750 100 (700) 100
1 EA 70 A P 34 700 750 10 (700) 175
1 EA 80 P 34 800 750 | 100 (800) 100
1 EA 80 A P 34 800 750 10 (800) 175
1N 7‘24 UHF 25 5 25 - 90
1N 82 UHF 28 5 25 - 90
1N 82 A UHF 28 5 25 - 90
1 N 253 UG 35 95 1A - 150
1 N 256 UG 35 570 200 - 150
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VALORI MASSIMI
stoia | "pon | Sstom | vy | 1o o | Tam | T

) (mA) (uA) °0)
1 N 440 P 34 100 750 - 175
1N 441 P 34 200 750 - 175
1 N 442 P 34 300 750 - 175
1 N 443 P 34 400 750 - 175
1 N 444 P 34 500 750 - 175
1 N 445 P 34 600 750 - 175
1 N 536 TV 34 50 750 5 (50) 165
1 N 537 TV 34 100 750 5 (100) 165
1 N 538 . TV 34 200 750 5 (200) 165
1 N 539 TV 34 300 750 5 (300) 165




50

Dati Transistori 7° TR

VALORI MASSIMI

o | e | o ]y
) (mA) (ua) °c)
N 540 TV 34 400 750 5 (400) 165
N 547 TV 34 600 750 5 (600) 165
N 1095 TV 34 500 750 5 (500) 165
N 1096 v 34 600 750 5 (600) 165
N 1124 P 36 200 3A 10 (200) 165
N 1125 P 36 300 3 A 10 (300) 165
N 1126 P 36 400 3 A 10 (400) 165
N 1127 P 36 500 3 A 10 (500) 165
N 1128 P 36 600 3 A 10 (600) 165
N 1195 A TV 35 300 30 - -
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VALORI - MASSIMI:

o | A | e | o
: B W, |- ma) (ua) a®
1 N 1196 A ™ 35 );o_o 30 - -
1N 1197 A v, 35 500 30 - -
1N 1198 A T™v 35 600 30 - -
1N 1763 P 34 400 750 | 100 (400) | - 100
1 N 1764 P a4 . 500 750 | 100 (500) 100
‘1 N 2512 P 36 100 4 A 2 (100) 165
1N 2513 P 36 200 4A 2 (200) 165
1 N 2514 P 36 300 44 2 (300) 165 -
1 N 2515 P 36 400 44 2 (400) 165
1 N 2516 36 . 500 44 2 (500) 165




Dati Transistori 7° TR

VALORI MASSIMI
stea | CTOET L Sstent | oy | 1 T S
O YY) (1) (°C)
N 2517 | P | 36 600 4 A 2 (600) 165
N 2858 p 34 50 750 | 300 (50) 125
N 2859 P 734 100 750. .| 300 (100) 125
N 2860 J 34 200 750 | 300 (200) 125
N 2861 P ’ 34 300 750 | 200 (300) 125
N2862 | P o a0 | 750 | 200 00y | 125
N 2863 i 34 500 750 200 (500) 125
N 2864 P 34 600 750 200 (600) 125




DATI

TRANSISTORTI

(11a Parte)
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VALORI MASSIMI
s | A | oo | ] o

w (mA) (pA) (°c)
1 N 251 c 28 30 | 30 20 (20) 150
1 N 252 c 28 20 40 20 (12) 150
1 N 441 Ul 34 200 500 0,75 (200) 165
1 N 442 U1 34 300 500 1 (300) 165
1 N 443 Ul 34 400 500 1,5 (400) 165
1.N 444 ,UI 34 500 425 | 1,75 (500) 150
"1 N 445 U1 34 600 400 2 (600) 150
1 N 997 c 28 35 | 50 0,025 (12) 150
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Inizia ora la raccolta delle caratteristiche elettriche di altri dispositivi a
semiconduttori che trovano applicazione nel campo dei regolatori di tensione e de-
gli alimentatori stabilizzat1 -1 diodi Zener,

Nella classificazione dei diodi Zener si & seguito un ordine alfabetico e nume-
rico in modo da rendere sicura e rapida la ricerca ; non & stata fatta una suddivi-
sione fra i diodil della serie -europea e quelli della serie americana dato il numero
limitato di semiconduttori di tale tipo. .

Le Case costruttrici sono le stesse gia citate in precedenza per i diodi.

1 dati caratteristici sono elencati in tabelle suddivise in otto colonne, in

testa a ciascuna delle quali e riportata una voce od un simbolo di cui ora precise-
remo il significato., .o .

Colonna 1 : Sigla

Per facilitare la consultazione, le sigle dei vari diodi Zener sono elencate
in ordine alfabetico e numerico, : '

Colonna 2 : ConneSsioni

) I numerl riportati in questa colonna si riferiscono ai vari tipi di connessio~-
ni rappresentate nelle figure al termine della lezione.
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Nelle colonne dalla terza alla sesta sono riportate le caratteristiche elettri-
che, valori massimi, dei vari diodi Zener ; esaminiamole ad una ad una,

Colonna 3 : -Ip

Indica il massimo valore ammissibile della corrente inversa ; questo valore &
espresso in mA,

Colonna 4 : P

Indica la massima dissipazione ammissibile alla temperatura ambiente T
= 25 °C, espressa in mW.

amb =

Colonna § : Ty

Indica la massima témperatura amhissibile della giunzione, espressa in gradi
centigradi Celsius (°C).

Colonna 6 : K

Indica la resistenza termica fra giunzione ed involucro, ed esprime di quanti
°C aumenta la temperatura della giunzione per ogni mW di potenza dissipata 'in calo-
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re ; & espressa in °C/m¥.

I valori P, Ty, Tamb e K sono legati dalla formula

_ Ty "Tamb
P - ek

dove Typp & la temperatura dell'ambiente in cul si trova il diodo.
Se la temperatura ambiente & diversa da 25 °C, il valore P ammesso pud essere
calcolato con la formula vista.

Nelle colonne settima ed ottava sono indicati ‘i dati caratter;stici che ora e-
samineremo,

Colonna 7 : -Vp

Sono riportati in questa colonna, espressi in volt, i valori minimo e massimo
della tensione inversa dovuti alle tolleranze di produzione ; i valori indicati si
riferiscono al valore della corrente inversa che & riportato tra parentesi, espres-
so in mA, - ’ :

La media dei due valori dh 11 valore nominale della tensione di Zener, cioé il
valore della tensione che pud essere stabilizzata da quel diodo.
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"Colonna 8 : Ri

Indica il valore della resistenza dinamica, éépresso in @, che si ha quando il
diodo & percorso dal determinato valore della corrente inversa riportato tra paren-
tesi, espresso in mA.



DATI TRANSISTORTI

' (12a Parte)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI DIODI ZENER
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VALORI MASSIMI DATI CARATTERISTICI

ma) | mw | o | comm o3 (i
0A 126/5 13 12 | 250 175| 0,5 4,4 - .5,‘6 @ | 25 (0
0A 126/6 13 12 . 250 .175 0,5 5‘,4 - 6,6 (3) 4 (10)
OA 126/7 13 12 | 250| 175| 0,5 6,4 -~ 7,6 (3)| 2,5 (10
OA 126/8 13 12 250 175 0,5 7,4 -~ 8,86 (3)] 2,8 (10)
0A 126/9 13 12-| 250 175| 0,5 8,4 -~ 9,6 (3)| 3 (10)
0A 126/10 13 12 | 250 175} o,5 9,4 - 10,6 (| 4 (10
0OA 126/11 13 12, 250 175 0,5 10,4 - 11,6 (3) 5‘ (10)
OA 126/12 13 12 | 250 | 175|" 0,5 |11,4 - 12,6 (3| 7 (10)
0A 126/14 13 12 250 175 0,5 12,4 - 16,1 (3) 11 (10)
0OA 126/18 13 12 2501 175 b,5 15,9 - 20 (3) 25 (10)
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) VALORI MASSIMI DATI CARATTERIASTICI
(ma) | (mw) | (°C) | (°C/mW) v) ()
0AZ 200 11 50 | 280| 150 | 0,4 4,9 - 5,6 (5) 7 (20)
0AZ 201 11 50 | 280 | 150| 0,4 5,2 - 6 (5) 4,7 (20)
0AZ 202 11 50 | 280 150 0,4 5,6 - 6,3 (58) | 3,9 (20)
OAZ 203 11 50 | 280 150 | 0,4 6,1 - 6,8 (5) | 2 (20)
0AZ 204. 11 50 | 280| 150 0,4 6,4 - 7,3 (5) | 1,6 (20)
0AZ 205 11 50 | 280] 150 | o0,4 7,1 - 8 (5) 1,6 (20)
0AZ 206 11 50 | 280} 150| 0,4 7,7 - 8,8°(5) | 1,8 (20)
0AZ 207 11 50 | 280| 150 | ‘0,4 8,6 - 9,8 (5) | 2,7 (20)
OAZ 208 11 50 | 280 | 1s0| 0,4 3,8 ~ 5,6 (5) 12 (20)
OAZ 209 11 50 | 280 150 | 0,4 4,9 - 6,3 (5) | 4,7 (20)




62

Dati Transistori 7° TR

VALORI MASSIMI

DATI CARATTERISTICI

SIGLA O(sn;gﬁf— -Ip P Ty K -Vp Ry

: (ma) | (mw) | (°C) | (°C/mW) ) Q)
OAZ 210 11 50 280 | 150 0,4 5,6 - 7,3 (5) 2 (20)
0AZ 211 11 50 | 280 | 150 0,4 6,4 - 8,8 (5) 1,6 (20)
0AZ 212 11 50 280 | 150 0,4 7,7-10,8 (5) | 2,7 (20)
OAZ 213 11 38 280 " 150 0,4 9,4-15,3 (5) 7 (20)
1 N 703 28 - - 200 - 3 - 3,9 (5) 55 (10)
1 N 704 28 - - 200 - 3,7 - 4,5 (5) 45 (10)
1 N 705 ‘28 - - 200 - 4,3 - 5,4 (5) 35 (10)
1 N 706 28 - - 200 - 5,2 - 6,4 (5) 20 (10)
1 N 707 28 - - 200 - 6,2 - 8 (5) 10 (10)
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VERDE BLU
Roséo ROSéO ARI}NCIO ROSSO An}mcm
1 2 . 3 ; 4
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K 4 K K } K /
\ / N / N / \
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K /
\ K
8Ly 14 PUNTD ROSSO 12
K

K

0/ . ) S
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aranciof 1
K

13
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GRIGIO ROSSO

21
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T —
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Concludiamo la raccolta delle caratteristiche dei dispositivi a semiconduttori
con alcune tabelle di confronto fra transistori e fra diodi realizzati da diverse
Case costruttrici,

La compilazione & stata suggerita dalla frequente necessiti da parte del tecni-
co di dover sostituire su apparecchiature di costruzione extraeuropea i semicondut-
tori originali non facilmente reperibili sul mercato interno.

"Le tabelle possono essere utili anche a chi si dedica alla costruzione di cir-
cuiti sperimentali ricavati da schemi riportati su testi o su pubblicazioni tecni-
che straniere, in cul appunto & previsto 1l'impiego di determinati ‘semiconduttori di
fabbricazione straniera, spesso non reperibili.

Si & ritenuto opportuno percid compilare queste tabelle che sono costituite da
due sole colonne : nella prima sono riportate le sigle del semiconduttori di costru-
zione extraeuropea, ‘elencati seguendo un ordine numerico ed alfabetico ; nella se-
conda sono riportate le sigle dei tipi corrispondenti della serie europea, facilmen-
te reperibili sul mercato interno.

. "A questo punto occorre fare una precisazione : la corrispondenza tra i vari ti-
pi non & rigorosa, Essa & basata solamente sull'implego generale del dispositivo.
Per questo motivo si trova pid di un tipo di transistore che pud sostituire quello
originale.

Le sigle riportate nella seconda colonna di ogni tabella permettono quindi di
conoscere anche le corrispondenze esistenti fra i diversi tipi di costruzione euro-
pea. ’
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La raccolta ha inizio con le tabeile di confronto fra i transistori di costru-
zione glapponese ed i tipi corrispondenti europei.

Seguono le tabelle di confronto fra i transistori della serie americana ed i
tipi corrispondenti europei,

La raccolta si conclude con le tabelle di confronto fra i diodi di costruzione
americana ed i tipi corrispondenti costruiti in Europa.



DATI TRANSISTORTI

(13a Parte)

TABELLE DI_CONFRONTO PER TRANSISTORI DI TIPO GIAPPONESE
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SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA - TIPI CORRISPONDENTI
HJ 15 oc7l, 0c75, 26101, 26102, HJ 35 |Aszie
26108, 2G109, SFT303, SFT323
: , HJ 37 |oc170
HJ 17 D |oc7z, oCc74, 26201, 26202, }
1 1 :
zgi;gi 22;;3QZSFT30 » SFT302, || 45 50. |oc71, oc7s, 26101, 26102,
) 26108, 26109, SFT303, SFT323
138, 2G1 01 : .
HJ 22 D ggggé ngiaée 683250363 ? HJ 51 |0C72, OC74, 2G201, 2G202,
’ P 2G270, 2G271, SFT301, SFT302,
SFT321, SFT322
HJ 23 D |oOc44, 2G140, 2G141, 26401, /
2G40z, SFT128, SFT308 HJ 55 |0C44, 2G140, 2G141, 2G401,
2G402, SFT128, SFT308
HJ 32 0C170 :
: HJ 56 |oc4s, 2G138, 2G139, 2G301,
HJ 34 oc74, 26370, 26271 2G302, SFT306, SFT307
HJ 34 A |oc74, 26270, 26271 HJ 57 |0C44, 2G140, 2G141, 26401,
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SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI
HJ 57 2G402, SFT128, SFT308 2 8 30 |oc44, 26140, 2G141, 26401,
26402, SFT128, SFT308
HJ 60 0C44, 2G140, 26141, 2G401, ‘
2G40z, SFT128, SFT308 2 s 31 [ocds, 26138, 26139, 26301,
w70 0C170 2G302, SFT306, SFT307
HJ 72 0C170 2 s 32 |o0C72, 26201, 26202, 26270,
26271, SFT301, SFT302, SFT321,
ST 28 C }0C45, 2G138, 2G139, 2G301, SFT322
26302, SFT306, SFT307
ST 37 D |oca4, 26140, 2G141, 26401, 2833 gg;gi 22?2;612622i50262;g%321
2 ’ ? ’
2G402, SFT128, SFT308 _ P13z
ST 162 |0C139 .
; 2 8 34 |oc74, 26270, 26271
ST 163  |oC139
st 173 locido 2 8 35 |oCc4s, gclas, 26139, 2G301,
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SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA “TIPI CORRISPONDENTI
2 § 35 |2G302, SFT306, SFT307 2 S 42 |ASZ15
2's 36 |ocas, ocas, 26138, 26139, 2 5 43 |0C170
2G140, 26141, 2G301, 2G302,
SFT306, SFT307 2 S 44 |oC72, 0C74, 26201, 26202,
2G270, 26271, SFT301, SFT302,
2 § 37 |oCc72, 26201, 26202, 26270, SFT321, SFT322
2G271, SFT301, SFT302,
SFT321, SFT322 2 S 45 |0C45, 2G138, 26139, 2G301,
2G302, SFT306, SFT307
2 § 38 |0C74, 26270, 26271
2 S 52 |0C44, 2G140, 26141, 26401,
5 s 30 |oces 2G402, SFT128, SFT308 -
2 $ 40 |0C47, 26138, 26139, 2G140, 2 8 56 |0C74, 26270, 2G271
2G141, SFT126, SFT127 2 5 91 |0C74, 2G270, 26271
2 s 41 |Aszls, OC170 2 s109 |oc170
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2G401, 2G402, SFT128, SFT328

SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI
2 s 110 |oci70 2 SA 16 |0C44, OC171, 0C613, 2G140,
. ' 26141, 26401, 26402, SFT128,
2 s 112 |oc170 SFT328
2 s 141 |oci70 2 SA 80 [0c170, OC614
2 s 142 |oci70 2 SA 81 |0C170, 0C614
2 8 143 |oc170 2 SA 82 |0C170, 0C614
2 S 145 |oC169, 0C170 2 SA 212 {0C47, 2G138, 2G139, 2G140,
o : 26141, SFT126, SFT127
2 'SA 12 |oc45, 0C6l2, 2G138, 2G139, o
2G301, 2G302, SFT306, SFT307 2 SB 68 |0C77
2 SA 13 |oc4s, ocelz, 26138, 26139, 2 SB 73 |0C66, 0C604
26301, 2G302, SFT306, SFT307 ‘
) g 2.8SB 75 |0C75, 0C604, 2G270, 26271
2 SA 15 |oca4, 0C613, 26140, 26141, : :
2 SB 76 |0C71, 0C72, 0C604 spec.,
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SIGLA TIPI CORR’ISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI .
2 SB 76 . |2¢101, 2G102, 2G108, 2G109, SB 89 |oC74, 0C604 spec., 2G270,
2G201, 2G202, 2G270, 2G271, 26271 .
SFT301, SFT302, SFT303, .
SFT321, SFT322, SFT323 :
SB 155 |oc74, 26270, 26271
2 SB 77 |oc72, 0C604 spec., 2G201,
2G202, 2G270, 2G271, SFT301, SB 156 |oc74, 26270, 26271
SFT302, SFT321, SFT322
SB 156 A{0C74, 2G270, 2G271
2 SB 78 * |oc72, 0C604 spec., 2G201,
2G202, 2G270, 2G271, SFT301,
SFT302, SFT321, SFT322 SB 183 0C60
2 SB 83 ASZ16 SB 184 0C60
2 SB 84 ASZ15 SC 89 0C139




DATI TRANSISTORI

(14a Parte)

TABELLE DI CONFRONTO PER TRANSISTORI DI TIPO AMERICANO



Dati Transistori 7° TR

74
SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI
2 N 35 |OCL40, 0C604 2 N 45 |o0C72, 0C602 spec., 26201,
26202, 2G270, 26271, SFT301,
2 N 36 |0C72, 2G201, '2G202, 26270, SFT302, SFT321, SFT322
2G271, SFT301, SFT302,
SFT321, SFT322 2 N 47 |ocss
2 N 37 |oc7z2, oceo2, 26201, 2G202, 2 N 48 |ocs8
26270, 26271, SFT301, SFT302,
SFT321, SFT322 o N 49 |ocss
1 i
2 N384 gg;ié 022231 zgigsélszgiéoz 2 N 54 |0C72, 0C602 spec., 2G201,
e A 8 ! : 26202, 2G270, 2G271, SFT301,
! _ SFT302, SFT321, SFT322
2 N 43 |0C77, 0C604 spec. 2 N 55 |0C72, OC602 spec., 2G201,
26202, 26270, 26271, SFT301,
2 N 44 |oc7a, 0C602 spec., 26270,2G271 SFT302,; SFT321, SFT322




Dati Transistori 7° TR

75

SIGLA

TIPI CORRISPONDENTI

SIGLA TIP1 CORRISPONDENTI
2 N 56 |0C72, 0C602 spec., 2G201 2 N 76 |oc71, oceoz, 26101, 26102,
26202, 26270, 26271, SFT301, 2G108, 26109, SFT303, SFT323
SFT302, SFT321, SFT322 2 N 77 |0C58, 0C604
2 N 63 |oc72, 0C602, 26201, 2G202, 2N 78 10C140
: 26270, 26271, SFT301, 2 N 79 |oc71, oceo4, 26101, 26102,
sPT3on, SPT3ZL, SPTSER 26108, 26109, SPT303, SFI323
. 2 N 94 0C140, 0C612
2 N 64 |oc72, 0C604, 2G201, 26202,
26270, 26271, SFT301, SFT302, |2 N 94 A |oc140
SFT321, SFI322 2 N 104 |0C71, 0C604, 26101, 26102,
o 2G108, 2G109, SFT303, SFT323
2 N 65 |0C72, 0CE04, 2G201, 2G202, . _
26270, 26271, SFI301, sFrsoz, |[2 N 105 [OC58, 0C604
SFT321, SFT322 2 N 106 |0C71, 0C604 spec.; 2G101, 26102




76 * Dati Transistori 7° TR
SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI
2 N 106 [2G108, 2G109, SFT303; SFT323 |l2 N 135 |2G301, 2G302, SFT306, SFT307
) )
2 N 109 |0C72, 0C604 spec., 26201, 2 N 136 |0c45, 0C612, 2G138, 2G139,
26202, 2G270, 2G271, SFT30L, 2G301, 26302, SFT306, SFT307
SFT302, SFT321, SFT322 ! r SRR
2 N 137 |oC44, 0C613, 26140, 2G141,
2 N 113 |0C4a5, OC613, 2G138, 2G139, 2G401, 2G402, SFT128, SFT308
2G301, 2G302, SFT306, SFT307
. 2 N 139 |oC46, OC612, 2G138, 2G139,
. 1
2 N 114 |0C44, 0C604; 2G140, 2G141, 26140, 2G14
: , 1
26401, 2G402, SFT128, SFT308 ||, v 140 |oc4d, OC613, 26140, 2G141,
1
2 x 123 |oca7, oceis 2G401, 2G402, SFT128, SFT308
2 N 128 |0C170 2 N 155 |0C26, OD603
2 N 129 |oci70 2 N 156 |0C26, OD60O3
2 N 135 |ocas, 0ce12, 2G138, 2G139, 2 N 168

0C139




Dati Transistori 7° TR

7

SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI
2 N 168 A |oc140 2 N 185 |0C72, 0C604 spec., 2G201,
26202, 26270, 2G271, SFT301,
2 N 169 |0C139 SFT302, SFT321, SFT322
2 N 169 A |OC139
2 N 186 |OC72, 0C602, 2G201, 2G202,
2 N 170 |oc140 - 26270, 26271, SFT301, SFT302,
SFT321, SFT322
2 N 172 |oc140
2 N 173 |oczo 2 N186 A |OC74, OC602 spec.,2G270,2G271
2 N 175 10C66, 0C604 2 N 187 '|0C72, 0C604, 2G201, 2G202,
26270, 2G271, SFT301, SFT302,
2 N 176 |o0c27, 0D603 sProal, SFTSR2
2 N 180 [0C72, 0C604 spec., 2G201,
26202, 2G270, 26271, SFT301,
SFT308, SETIAL. SrTi2s 2 N 187 A |0C74, 0C604 spec.,2G270,2G271
2 N 182 |ocido 2 N 188 |0C72, 0C604, 2G201, 26202,




78 Dati Transistori 7° TR
SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI
2 N 188 |2G270, 2G271, SFT301, SFT302, 2 N 206 |0C71, 0C804 spec.,2G101,2G102,
SFT321, SFT322> 2G108, 2G109, SFT303, SFT323
2 N 188 A [0C74, 0C604 spec.,2G270,2G271 2 N 215 |0oCc75, 0C604, 2G270, 2G271
2 N 189 221(1);, ogﬁiié 22;2;6326;2?;523 2 N 217 |0C72, 0C604 spec.,2G201,2G202,
’ ! ! 26270, 26271, SFT301, SFT302,
2 N 190 |oc7i, 0ceo2, 26101, 2G102, -|S¥T821, SFT322
2G108, 26109, SFT303, SFT323
2 N 218 |0C45, 0C612, 2G138, 2G139,
2 N 191 |oc75, 0C604, 26270, 2G271 2G301, 2G302, SFT306, SFT307
2 N 192 |0CT75, 0C604, 26270, 2G271 2 N 219 |oc44, 0C613, 2G140, 2G141,
1
2 x 193 |ocise 2G401, 2G402, SFT128, SFT328
2 N 194 0C139 2 N 220 |0C66, 0C604
‘2 N194 A [0C139 2 N 229 [0C140




Dati Transistori 7° TR

79.

SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI
2 N 230 |oc2se 2 N241A |0C72, OC74, 0C604 spec.,2G201,|
26202, 26270, 2G271, SFT301,
2 N 233 |0C139 SFT302, SFT321, SFT322
2 N233 A |0C139 2 N 242 |oces
2 N235 A |ocze 2 N 247 |0C170, AF105
2 N235 B |oc26 2 N 249 |0C74, 0D603, 2G270, 26271
2 N236 B |oc2e 2 N 250 |ocz6
2 N 238 |0C72, 0C602, 2G201, 2G202, 2 N 255 |oC26
26270, 2G271, SFT301, SFT302,
SFT321, SFT322 2 N 256 |oC26
’ ' 2 N 257 |oc2s
2 N 241 |0C72, 0C74, 0C604 spec.,2G201, ‘
26202, 26270, 26271, SFT301, ||2 N 265 |o0C72, OC604, 2G201, 26202,
SFT302, SFT321, SFT322 26270, 26271, SFT301, SFT302,




80 Dati Transistori 7° TR
SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI
2 N 265 |SFT321, SFT322
s N 268 |oc2e 2 N 321 |oC74, 26270, 26271
2 N 270 |0C74, 0C604 spec.,2G270,2G271 || 2 N 322" |oc72, 0C74, 0C612, 2G201,
: ) ‘26202, 26270, 26271, SFT301,
2 N 274 |0C170 SFT302, SFT321, SFT322
2 N285 A | ASZ15 2 N 323 |0C72, 0C74, 0C612, 2G201,
, 2G202, 26270, 2G271, SFT301, -
2 N 202 |0C139 |sFT302, SFT321, SFT322
2 N 296 |0C28
' 2 N 324 |ocr2, oc74, 0C612, 2G201,
2 N 301 |aszie 2G202, 2G270, 26271, SFT301,
) SFT302, SFT321, SFT322
2 N301 A |ASZ15
2 307 |0C26 2 N 331 |0C74, 0C604 spec.,zgz7o,zaz71
2 N7 A [oc26 2 N 350 |0C26
2 N 319 |ocr4, 26270, 26271




Dati Transistori 7° TR

81

. SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI
2 N 351 |oc26 .
2 ¥ 370 |oc170, oce14 2 N 405 |2G270, 26271, SFT301, SFT302,
SFT321, SFT322
2 N 371 |oc170, ocel4 A A
, et
2n 372 |ociro, oceia 2 N 406 |oc71, 0C72, 0C604 spec.,2G101,
, 26102, 26108, 26109, 26201,
2 N 376 0cC27 26202, 26270, 2G271, SFT301,
2 N 381 |0C74, 0C604 spec.,26270,2G271 SFT302, SFT303, SFT321,
2 N 382 |0C74, 0C604 spec.,2G270,2G271 SFT322, SFT323
2 N 383 |0C74, 0C604 spec.,2G270,2G271 ||2 N 407 |0C72, 0C604 spec. ,2G201,26202,
2 ¥ 384 |oc171, ocets 26270, 26271, SFT301, SFT302,
. ' SFT321, SFT322
2 N 399 |0C26
2y a01 |ocze 2 N 408 [0C72, 0C604 spec.,26201,26202,
26270, 26271, SFT301, SFT302,
2 N 405 |0C72, 0C604 spec.,2G201,2G202,




82 Dati Transistori 7° TR
SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI
N 414 A |oc45, 2G138, 2G139, 2G301,
2 N 408 |SFT321, SFT322 26305, SFT306, SFTA07
2 N 409 ggggi 0‘2:2;?)5 22;"?‘?;66?0;1?‘?‘;307 N 525 0Cc72, 26201, 2G202, 2G270,
’ ’ y 26271, SFT301, SFT302,
. SFT321, SFT322
2 N 410 0c45, 0C612, 2G138, 2G139,
26301, 26302, SFT306, SFI307 N 526 |0OC72, 2G201, 2G202, 26270,
26271, SFT301, SFT302,
2 N 411 |oc44, 0C613, 2G140, 26141, SFT321, SFT322
26401, 26402, SFT128, SFT308
N 544 0C169
2 N 412 |oc44, oC171, 0C613, 26140, .
2G141, 2G401, 26402, SFT128,
SFT308 N 561 ASZ15
2 N413 A |0c45, 26138, 2G139, 2G301, N 640 0C170
26302, SFT306, SFT307
N 641 0C170




Dati Transistori 7° TR

83

SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI
2 N 642 |0C170
2 N 1226 |oc171
2 N 1014 |ASz18
2 N 1023 |AFzi2 2 N 1425 1 0C169
2 N 1066 |AFz12 2 N 1426 |0C169
2 N 1142 | AFZ12 CK 721 0C71, 2G101, 2G102, 2G108,
2 N 1143 | AFzi2 SFT303, SFT323
2 N 1177 |AFZ12 CK 722 0c71, 2G101, 2G102, 2G108,
SFT303, SFT323
2 N 1178 |AFZ12 '
: CK 725 oc71, 26101, 2G102, 2G108
11 71 ’ ? ’ s
2 N 1179 | AFz12 SFT303, SFT323
2 N 1180 {AFz12 ,
: | CK 751 . |oc72, 26291, 26202, 26270,
2 N 1224 |oc1e69 26271, SFT301, SFT302,
SFT321, SFT322
2 N 1225 |0C170




Dati Transistori 7° TR

84
SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI CORRISPONDENTI
CK 766 |0C44, 2G140, 2G141, 2G401, CK 888 |SFT321, SFT322
2G402, SFT128, SFT308 : ,
ok 750 |Bczio TS 620 |oC57, OC58
ck 791 |BCzZ11 ‘ TS 621 |0C57, OC70, 2G101, 2G102,
2G108, 2G109, SFT303, SFT323
ck 872 |oc72, 26201, 26202, 26270,
2G271, SFT301, SFT302,
SFT321, SFT322
CK 882 |0C72, 2G201, 26202, 2G270,
| 2G271, SFT301, SFT302,
SFT321, SFT322
CK 888 |0C72, 26201, 26202, 2G270,

26271, SFT301, SFT302,




DATI TRANSISTORI

(15a Parte)

TABELLE DI CONFRONTO PER-DIODI DI TIPO AMERICANO




86 Dati Transistori 7° TR

SIGLA TIPI CORRISPONDENTI SIGLA TIPI éORRISPONDENTI

1 N 34 |0A85, OA150, 1G20, 1G21 1N 191 |oA86, 04186, 1G60

1 N 38 |0A85, OAl6l, 1G21 1N 192 |0A87, OA186, 1G60

1N 48 [0A85, 0A150, 1620, 1G21 1N 198 [0A5, 1G31 ‘

1 N'51 |0A85, 0Al74, 1G21, 1G22 1 N 251 |0A200, 15205

1 N 52 [0A85, OA150, 1G20, 1G21 1N 252 |0A200, 15205

1N 56 |0A85, 1G21 1N 253 |0A210, 151695

1N 58 |0A85, OAL61, 1G21 1 N 256 |oA214

1N 60 [0A70, 0A160, 1G90, 1691, 1692 || 1 N 270 [OA5, OA182, 1G31

1N 64 |OA70, 0A160, 1G90, 1G91, 1G92 || 1 N 285 |0A5, 1631

1 N 65 |0A85, 0A150, 1G20, 1G21 1 N 295 |0A70, 0A159, 1G90, 1G92
1N 69 |0a85, 1G21 - 1N 538 |0A210, 151695

1 N 75 |0A85, OAlél, 1G21 1 N 540 |0A210, 151695

1 N 115 |0A81, OA186, 1G20, 1G60 1 N 1095 |0A214

1 N119 |0A86, OA186, 1G60 1N 0A214

1096
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